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projets comteam
iSGE

integration fonctioNnelle

	GROUPE
	isge

	REFERENCE COMTEAM
	ISGE-01-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Utiliser la filière technologique flexible pour la réalisation: 
· d'interrupteurs auto-amorçable et auto-blocable

· d'IGBT avec protection 

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	LAAS 

	PARTENAIRES
	ALSTOM (Labo commun PEARL)

	DUREE ESTIMEE
	2 ans

	DEBUT
	Début Septembre

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Marie Breil  (CR)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Jean Pierre Laur  (MCF)

Patrick  Austin (Pr)

Florence Capy (Doctorante)
Julie Le Gal (Doctorante)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Eric Imbernon  IR CDD

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
La réalisation de l'oxydation de masquage a été effectuée. 



	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :

Technologie MOS
VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
Réalisation des implantations ioniques à travers le polysilicium de grille.
Passage fours AET vers fours Centrotherm pour la 
redistribution P sous oxygène et l' 
oxydation de grille.

MOS HAUTE TENSION

	GROUPE
	isge

	REFERENCE COMTEAM
	ISGE-02-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Conception de transistors de puissance MOS verticaux à tranchée remplies d’oxyde et de Polysilicium

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	LISPA (Labo. Commun LAAS / Freescale) / PEARL2

	PARTENAIRES
	Freescale Semiconducteurs / ALSTOM

	DUREE ESTIMEE
	Durée estimée de pérennité du projet 1 an

	DEBUT
	01/10/2006

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Frédéric Morancho (CR)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 

(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Hicham Mahfoz  Kotb (Post doc)

Karine Isoird (MCF)

Jean Louis Sanchez (DR)

Emmanuel Scheid (CR)

Loïc Théolier (Doctorant)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Bernard Rousset

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
· retard des études préalables (simulations),

· approvisionnement des plaquettes assez long,

· des problèmes techniques non soupçonnés ont été rencontrés (ex : plaquettes mécaniquement déformées suite à remplissage des tranchées profondes par SiOxNy),

· utilisation positive et constructive des potentialités des nouveaux fours




	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
· oxydations thermiques et dépôts de SiO2,

· gravure DRIE,

· remplissage des tranchées,

· polissage des wafers (CMP),

· implantation ionique de Bore et d’Arsenic (puis recuit)

· dépôt de poly,

· métallisations.

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
· méthode de remplissage des tranchées profondes avec un diélectrique

· polissage (par CMP)

inductances integrees
	GROUPE
	ISGE

	REFERENCE COMTEAM
	ISGE-03-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Réalisation de micro bobines intégrées sur silicium

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	LAAS

	PARTENAIRES
	- ANR ATOS pour substrats verre et éventuellement photovoltaïque

- LISPA (lab; commun Freescale/LAAS)

	DUREE ESTIMEE
	-

	DEBUT
	06/07/2007

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Bruno Estibals (MdC)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Corinne Alonso (P)

Philippe Artillan (Doctorant) 

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	David Bourrier

Monique Dilhan

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	-

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :



	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
Opérations de base

Nettoyage wafer plama 02
Oxydation
SU8 sans vias
SU8 + ouv. vias
SU8/polissage/SU8 + ouv. vias
Croiss. Cu avec 4562 (<20µm
Croiss. Cu avec BPR (>20µm
Croiss. FeNiCo avec 4562 
Bonding

Run N°1 : Inductances sans matériau magnétique sur Si (8 wafers)

· Support : wafers vierges Si

	Opération

	Nettoyage wafer plasma 02

	SU8 sans vias

	Croiss. Cu avec 4562

	SU8 + ouv. vias

	Croiss. Cu avec 4562

	Bonding (éventuellement)


Run N°2 : Inductances sans matériau magnétique sur verre (15 wafers)

· Support : wafers vierges verre

	Opération

	Nettoyage wafer plasma 02

	SU8 sans vias

	Croiss. Cu avec 4562

	SU8 + ouv. vias

	Croiss. Cu avec 4562

	Bonding (éventuellement)


Run N°3 : Inductances avec matériau magnétique dessus sur Si (7 wafers)

· Support : wafers vierges Si

	Opération

	Nettoyage wafer plasma 02

	SU8 sans vias

	Croiss. Cu avec 4562

	SU8 + ouv. vias

	Croiss. Cu avec 4562

	SU8 + ouv. vias

	Croiss. FeNiCo avec 4562

	Bonding (éventuellement)


Run N°4 : Inductances avec matériau magnétique dessus et dessous (15 wafers)

· Support : wafers vierges Si

· Fine épaisseur entre les couches (polissage jusqu'au cuivre et replanarisation)

	Opération

	Nettoyage wafer plasma 02

	Oxydation

	Croiss. FeNiCo avec 4562

	SU8 sans vias

	Croiss. Cu avec BPR

	SU8/polissage/SU8 + ouv. vias

	Croiss. Cu avec 4562

	SU8 + ouv. vias

	Croiss. FeNiCo avec 4562

	Bonding (éventuellement)


Run N°5 : Wafer L+C (10 wafers)

· Inductances sur silicium sans matériau magnétique

· Fine épaisseur entre les couches (polissage jusqu'au cuivre et replanarisation)

	Opération

	SU8 + ouv. vias

	Croiss. Cu avec 4562

	SU8 + ouv. vias

	Croiss. Cu avec 4562

	Bonding (éventuellement)


VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
Etapes semblant nécessiter un développement technologique ou l’adaptation d’un équipement:

· Mise au point de la résine BPR.

· Polissage des couches de SU8.

· Sérigraphie.

· Mise au point des propriétés magnétiques après retour mesures.

CAMINO
	GROUPE
	isge

	REFERENCE COMTEAM
	ISGE-04-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Réalisation de condensateurs à forte capacité surfacique avec une topologie de tranchées profondes (filière 2 pouces)

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	ANR Jeune Chercheur

	PARTENAIRES
	LENAC (Lyon) : Pascal Kleimann

LEMHE (Orsay) : Michel Andrieux

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	Septembre 2006 

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Magali Brunet 

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Emmanuel Scheid (CR)

Jean-Louis Sanchez (DR)

Gérald Leclerc (Post-doc ISGE)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Emmanuelle Daran (IR)

Pascal Dubreuil (IE)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
Une filière 4 pouces existe pour les condensateurs 3D. 

Des développements sur des étapes spécifiques sont en cours et doivent être poursuivis : gravure submicronique du silicium, intégration du matériau high-k (gravure notamment). La filière 2 pouces n’est pas encore mise en place mais elle est nécessaire pour l’intégration du matériau high-k 




	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
Filière 2 pouces pour condensateurs 3D avec gravures microniques ou submicroniques de réseaux de pores denses à fort facteurs de forme et dépôt de matériaux diélectriques en tranchées (par voie standard LPCVD ou voie OMCVD)

Réalisations de composants pour la validation de l’intégration des matériaux et pour les tests électriques.

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
1) Dépôt du matériau diélectrique high-k

Le matériau diélectrique déposé par MOCVD par le LEMHE doit être caractérisé (MEB pour conformité dans les tranchées + caractérisation électrique).
Gravure RIE ou chimie humide du matériau high-k en vue de l’intégration. 

2) Masque submicronique pour la gravure du silicium : 

A l’heure actuelle, les réseaux de pores submicroniques sont définis par lithographie électronique. Cependant de grandes surfaces ne peuvent pas être couvertes car cela prendrait trop de temps d’insolation. 

Deux méthodes seraient à développer :
a. Nanoimprint : développement avec Emmanuelle Daran.

b. Alumine anodique : le stage a permis d’établir un procédé sur 4 pouces. Cependant, la taille des pores est à adapter (50 nm à l’heure actuelle, 200 nm requis) : d’autres bains devront être testés pour élargir la taille des trous. 

3) Plans d’expériences pour gravure profonde du silicium par DRIE : 

Un stage de 3 mois a permis de générer un plan d’expériences fractionnel à 5 facteurs sur le procédé de DRIE dans le but d’obtenir des rapports de forme plus élevés et des profils droits avec l’introduction d’oxygène dans la phase de passivation. Un plan complémentaire est nécessaire pour finaliser les études. 

mobidic

	GROUPE
	isge

	REFERENCE COMTEAM
	ISGE-05-07

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Développer une filière technologique adaptée à la réalisation d’interrupteurs bidirectionnels à commande MOS

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	ANR "MOBIDIC"

	PARTENAIRES
	

	DUREE ESTIMEE
	2 ans

	DEBUT
	Début Septembre 2007

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Jean Louis Sanchez  (DR)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 

(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Patrick Austin  (PR)

Abdelhakim Bourennane (MCF)

Marie Breil (CR)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Eric Imbernon  IR CDD

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	Eric Imbernon

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
Les masques ont été réalisés ainsi que la première étape technologique (oxydation de masquage)




	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :

Technologie MOS
VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
Photolithographie double face avec alignement face avant

Réalisation de grilles MOS sur les deux faces

Manipulation plaquettes amincies (< 200 microns)

Passage fours AET vers fours Centrotherm pour la 
redistribution P sous oxygène et l' 
oxydation de grille.

varistances zNO
	GROUPE
	isge

	REFERENCE COMTEAM
	ISGE-06-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Etude prospective visant à mettre en œuvre des nanoparticules de ZnO au sein d’une filière silicium pour réaliser des varistances utilisées en protection ESD

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	LISPA

	PARTENAIRES
	Freescale

LCC

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	Septembre 2005

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Marise Bafleur (DR)

Nicolas Nohlier (Enseignant)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Saint Macary Léna (Doctorante)

Trémouilles David (Post-Doc)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Véronique Conédéra (IR)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) : 
L’essentiel des réalisations pour ce projet a consisté en la métallisation de pastilles de ZnO. L’intégration des varistances à proprement parler va commencer avec cette nouvelle demande.




	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
Deux options seront étudiées :

1 : La réalisation de varistance intégrées sur substrat silicium :

Préparation de puits de profondeur de l’ordre d’un micron sur un substrat silicium.

La liste des quasi exhaustives des réalisations possibles est la suivante :

- Puits dans le silicium

- Puits dans oxyde de silicium déposé sur silicium

- Puits dans nitrure déposé sur oxyde de silicium

- Puits dans résine

- Puits dans poly-silicium déposé sur oxyde de silicium

- Puits dans métal déposé sur silicium, oxyde de silicium, ou nitrure

La priorité de chacune de ces réalisations n’est pas définie.

Un jeu de masque est déjà préparé pour la définition des ouvertures de puits.

Les puits seront « remplis » d’un matériau à base d’oxyde de zinc. Plusieurs techniques de remplissage seront envisagées en collaboration avec le LCC.

Une couche de métal permettra ensuite de connecter les puits électriquement (lift-off ou gravure du métal).

Rq : La quantité de wafer utilisé sera très limité un (ou deux par options technologiques). Une dizaine de wafers seront utilisé au total.
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2 : La réalisation de varistances intégrées sur substrat en oxyde de zinc.

Gravure de l’oxyde de zinc et métallisation pour le contact

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
La gravure des substrats en oxyde de zinc doit être étudiée.

Étude du dépôt du ZnO par différentes techniques possibles (jet d’encre, nano impression….)

Auto-Organisation des billes de ZnO par technique nano (voir L. Malaquin / C. Vieu)

diamant
	GROUPE
	isge

	REFERENCE COMTEAM
	isge-07-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Réalisation et caractérisation de couches de diamant dopées au Bore. Réalisation de composants d’électronique de puissance

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	ANR, FCE

	PARTENAIRES
	LAPLACE

	DUREE ESTIMEE
	10 ans

	DEBUT
	2000

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Henri Schneider  (MCF)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Gabriel Givrac     (Doctorant)

Patrick Tounsi    (MCF)

Karine Isoird   (MCF)
1 doctorant 2007-2010

1 post-doc

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Bernard Rousset (IR)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
Mise en place d’une nouvelle filière de réalisation de composants électroniques sur diamant. Etude des contacts ohmiques, gravure, implantation.


	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
Photolithographie

Implantation (RTP avec 2I) Bore

Dépôt LPCVD

Gravure plasma

Métallisation Al, Ti, Au

Montage

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
Photolithographie sur petits échantillons (3x3 mm)

Gravure 
Spirale integree


	GROUPE
	ISGE

	REFERENCE COMTEAM
	ISGE-08-07

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Réalisation de microbobines intégrées sur silicium

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	

	PARTENAIRES
	

	DUREE ESTIMEE
	1 an

	DEBUT
	Octobre 2007

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	J.P. LAUR (E.C.)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 

(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	 

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	M. DILHAN (IR)

D. BOURRIER (AI)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
Un process de réalisation de microbobines FeCoNi a débuté il y a 6 mois environ. Il reste quelques étapes technologiques à réaliser pour terminer les composants. 




	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
· Fin du process FeCoNi en cours

· Refaire un enchaînement complet du process microbobines :

· Faire une optimisation au niveau :

a/ du matériau magnétique (à partir de mesures effectuées sur les premiers prototypes)

b/ du procédé de fabrication (utilisation machine RENA, sérigraphie, polissage)

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
· Essais de supression de la SU8 par gravure plasma

· Utilisation machine RENA pour l’électrochimie

· Utilisation de la sérigraphie pour remplacer les étapes planarisation SU8+polissage

· Polissage 

· Mise au point résine BPR

MOreGaN

	GROUPE
	ISGE

	REFERENCE COMTEAM
	ISGE-09-07

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Réaliser des transistors MOS sur des épitaxies GaN fournies par le CRHEA

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	ANR MOreGaN

	PARTENAIRES
	CRHEA (Nice), IMN (Nantes), LAPLACE

	DUREE ESTIMEE
	3ans

	DEBUT
	1er novembre 2007

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Frédéric Morancho (enseignant-chercheur)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 

(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Alain Cazarré (enseignant-chercheur), Karine Isoird (enseignant-chercheur), Emmanuel Scheid (chercheur), Jean-Guy Tartarin (enseignant-chercheur), Elias Al Alam (Doctorant MESR)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Bernard Rousset

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
Si le projet est déjà en cours bilan rapide des actions menées et de la position du projet.




	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
Description des étapes du procédé de réalisation dans l’ordre prévisible élaboration en concertation entre les chercheurs les correspondants de projet et le personnel technique impliqué.

· nettoyage / polissage de la surface des plaquettes (épitaxie GaN sur Silicium),

· dépôt de diélectrique,

· implantation ionique puis recuit

· métallisation

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
Étapes semblant nécessiter un développement technologique ou l’adaptation d’un équipement. 

Toutes les étapes ci-dessus nécessitent un développement technologique puisque la technologie sur GaN est nouvelle au LAAS. 

INTEGRATION L+C
	GROUPE
	isge

	REFERENCE COMTEAM
	ISGE-10-07

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Réalisation de l’intégration C+L sur un même substrat

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	

	PARTENAIRES
	

	DUREE ESTIMEE
	

	DEBUT
	Septembre 2006 

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Corine Alonso, Bruno Estibals, Jean-Pierre Laur, Magali Brunet, 

Amine Benazzi, Philippe Artillan

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	David Bourrier (AI), Monique Dilhan (IR)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
Une filière 4 pouces existe pour les condensateurs 3D. De même pour les bobines. 

Le but est d’intégrer ces deux composants sur un même substrat pour créer la fonction filtre. 




	NATURE DES TRAVAUX 


Filière 4 pouces condensateurs 

+ 

Filière 4 pouces bobines 

Puis une fois l’intégration validée

- Filière 4 pouces condensateurs 

+

Filière 4 pouces bobines ( Jean-Pierre Laur – avec magnétique)

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
4) Empilement de l’ensemble des couches (L + C) : décollements, fragilité…

5) Etape d’isolation entre les deux composants, plus reprise des contacts. 
6) Validation de la fonction électrique filtre ; évaluation des résistances séries individuelles et de l’objet final. 
Premier Run : 10 plaques 

1. Réseau de pores denses : 

2. Dopage du substrat : POCl3
3. Dépôt du matériau diélectrique : 

4. Remplissage polysilicium dopé : 

5. Contacts métalliques : 

6. Couche d’isolation et ouverture contacts : SU8 ( 5µm) 

(suite) : Filière 4 pouces bobines. 

7. Niveau conducteurs : 

8. Isolation SU8 + ouverture vias + polissage

9. Niveau conducteurs : 

10. Reprise de contact (Ti/Au), 

11. Bonding

photonique

diode laser a cristal photonique
	GROUPE
	photonique

	REFERENCE COMTEAM
	photo-01-06
	Ancienne référence : 8

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Mise en place d’une filière nano pour la réalisation de diodes laser à cristal photonique :

  a -Mise au point de la réalisation de sources laser à cristaux photoniques à partir de structures GaAlAs/GaAs et GaInAs/GaAs avec et sans AlAs approche membrane et substrat

 b -Mise au point de lasers à cavités couplées dans la filière GaAs et GaInAsSb/GaSb



	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	ANR CRISPI

	PARTENAIRES
	IES 

	DUREE ESTIMEE
	Projet pérenne

	DEBUT
	

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Sophie Bonnefont (CR)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Alexandre Larrue (Doctorant)

XXX (Doctorant)

Antoine Monmayrant (CR)

Olivier Gauthier-Lafaye (CR)

Philippe Arguel (MCF)

Françoise Lozes (DR)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Emmanuelle Daran (IR)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	Autres personnels impliqués avec leur statut (ex: Jérôme Dubois (stagiaire DUT)

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
Mise au point d’une technologie membrane à cristaux photoniques sur GaAs : OK des améliorations à apporter

Gravure micrométrique de GaSb par ICP 2 :OK échelle nano à développer




	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
Epitaxie de structures laser pour technologie membrane et substrat GaAs

· épitaxie de couches à forte teneur Al

· Epitaxie de puits InGaAs contraints (émission ~980 nm)

Gravure d’un ruban par ICP dans la filière GaAlAs/GaAs et dans la filière GaInAsSb/GaSb

Litho électronique des cristaux 

Gravure profonde des cristaux photoniques : (discussions avec Pascal)

Isolation SiO2 et ouverture du haut du ruban par ICP 
Métallisation face avant Ti/Au par lift off et métallisation face arrière AuGeNi

Amincissement à 100µm
Recuit des contacts

Montage sur embase 

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
Mise au point de la technologie mix and match entre lithographie optique et électronique

Mise au point de la gravure profonde de cristaux photoniques avec masque tricouche dans la filière GaAlAs/GaAs et dans la filière GaInAsSb/GaSb

miopy
	GROUPE
	photonique

	REFERENCE COMTEAM
	photo-02-06
	Ancienne référence : 9

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Etudes génériques prospectives en vue d’application à la formation de microlentilles en polymères sur des VCSELS

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Projet LAAS
Université libre de Bruxelles

Intexys Photonics

	PARTENAIRES
	

	DUREE ESTIMEE
	2 ans

	DEBUT
	Juillet 2006

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Véronique Bardinal (CR PHOTO)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Thierry Camps (MCF MIS)

Post doc XX à recruter (départ C. Levallois)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Emmanuelle Daran (IR)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	Autres personnels impliqués avec leur statut 

1 stagiaire Master demandé 4-6 mois printemps 08

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
Si le projet est déjà en cours bilan rapide des actions menées et de la position du projet.

La première année a porté sur la réalisation d’un prototype VCSEL+SU8+µlentille passive :
· Masques : masque test pour structurer SU-8 réalisé et utilisé. Les 2 niveaux à intégrer dans le process VCSELs ont été réalisés et utilisés 

· Tests dépôts SU-8 sur Si et sur VCSELs : réalisés, 
· Dépôts de lentilles sur micropiliers SU-8 réalisés avec démonstration de   

      l’autocentrage des lentilles déposées par le microrobot NBS 
· Caractérisations des lentilles : Mesures de profilometrie sans contact automatisées avec traitement sous matlab, AFM, MEB : OK 

· Process VCSEL pour intégration lentilles : Validation de l’approche pont à air pour éliminer les problèmes de franchissement de mesa 1er démonstrateur VCSEL+SU8+lentille passive quasi terminé (septembre 2007) en cours de caractérisation
Bilan : 1 publication à Optics Express mars 2007,1 communication acceptée à Optical Microsystems’07, 1 communication soumise à SPIE Photonics Europe 08.

	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
A compléter avec le fichier de description des technologies disponibles.
Faisabilité de Composants à Lentilles actives
L'objectif, plus ambitieux et prospectif, consiste à présent à réaliser une lentille active. L'actionnement reposera sur un actionnement électro-thermomécanique. A une structure membrane classique au dessus de laquelle est disposée une lentille polymère, on dispose prés de l'ancrage des éléments chauffant en Polysilicium, recouvert d'un métal. Le bilame ainsi réalisé, devra par dilatation différentielle en faveur du métal, permettre d'induire une déflexion de la membrane. Ce déplacement vertical sera mis à profit pour modifier la distance VCSEL / lentille et permettre de contrôler notamment la collimation du faisceau Laser.  

DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
Après réalisation d'un bicouche oxyde/nitrure, on procède à un dépôt PECVD de Polysilicium. Le dopage P par implantation de bore est pleine plaque. Puis, le dopage N (implantation ou diffusion Phosphore) sera localisé. Le dépôt PEVCD de passivation est suivit par l'ouverture des zones de contact. Après la photogravure des motifs métalliques, l'attaque face arrière par DRIE permet la libération de la membrane et structures polysilicium/métal nécessaire à l'actionnement.

Principe de la lentille active

[image: image1.emf]VCSEL
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VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
Etapes semblant nécessiter un développement technologique ou l’adaptation d’un équipement. 

Etude des contraintes résiduelles après libération, liées notamment au dépôt métallique sur cette membrane libérée.

Après la caractérisation de l'actionnement "vertical" avant dépôt du polymère de la lentille, test de dépôt du polymère sur la membrane sans rupture de cette dernière : il faudra donc utiliser de préférence une technique sans contact.

Test d'approches alternatives pour la réalisation et l'auto-positionnement de lentilles de grand diamètre (>200µm). Parmi les solutions, l'utilisation d'une micropipette classique pourrait faire l'affaire, mais un sérieux travail sur l'auto-positionnement restera à mener (traitements hydrophobes localisés). 

Etudes prospectives et/ou complémentaires

Nous envisageons également des études complémentaires et prospectives sur les polymères et/ou les techniques alternatives :
· Essais d’autres polymères pour le dépôt des lentilles : en cours, à poursuivre. Le comportement et les résultats de la résine époxy-siloxane maison se révèlent en effet peu reproductibles. Apres une discussion avec le LCC, nous testerons des polymères photopolymérisables UV et IR.

· Evaluations de polymères électro-actifs pour les lentilles actives.

· Essais de réalisation de lentilles par trempage SU-8 dans SU-8 et de mise en forme 3D de la SU8 (modifications distance masque-echantillon pendant l’insolation)

· Essais de dépôt sur SU8 avec la technologie jets d’encre quand elle sera disponible
· Faisabilité formation de lentilles sur prototype Intexys si projet région 

filtre a cristal photonique

	GROUPE
	photonique

	REFERENCE COMTEAM
	photo-03-06
	Ancienne référence : 10

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Réalisation de filtres à cristal photonique

Intégration sur photodiode

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	ANR avec l'Institut Fresnel et DAR avec le CNES

	PARTENAIRES
	CNES (EADS-Astrium)

	DUREE ESTIMEE
	2 ans +2 ans

	DEBUT
	Septembre 2005

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Philippe Arguel (MCF)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 

(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Stephan Hernandez (Doc)

Sophie Bonnefont (CR)

Olivier Gauthier-Lafaye (CR)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Emmanuelle Daran (IR)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	Autres personnels impliqués avec leur statut (ex: Jérôme Dubois (stagiaire DUT)

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
Le projet initial concernait la réalisation de filtres à cristal photonique. Des premiers dispositifs ont été réalisés et testés : ils ont montré des caractéristiques très satisfaisantes en terme de largeur spectrale (< 0,4 nm) et de centrage en longueur d'onde (850 nm). Nos travaux se poursuivent maintenant pour améliorer leur insensibilité à la polarisation de la lumière incidente. Nous étudierons ensuite les possibilités d'accordabilité.

Devant la qualité des premiers résultats, nous envisageons d'intégrer directement ce type de filtres à la surface de photodiodes pour obtenir un dispositif compact et robuste.




diodes laser a ruban
	GROUPE
	photonique

	REFERENCE COMTEAM
	photo-04-06
	Ancienne référence : 11

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Elaboration et réalisation de diodes laser à ruban

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Nature du soutien financier

	PARTENAIRES
	Institutionnels, académiques, etc.

	DUREE ESTIMEE
	Pérenne

	DEBUT
	

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Sphie Bonnefont (CR)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Olivier Gauthier-Lafaye (CR)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Alexandre Arnoult (IR)

Jean Baptiste Doucet (AI)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	Autres personnels impliqués avec leur statut (ex: Jérôme Dubois (stagiaire DUT)

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
Si le projet est déjà en cours bilan rapide des actions menées et de la position du projet.



	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
Process standard diode laser large :

Volume dépendra de l’activité en épitaxie. A priori 5 process (pour validation plaques fiche diodes laser cristaux photoniques) + process de validations amélioration épi.

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
Composants à microcavité verticale

	GROUPE
	groupe de recherche

	REFERENCE COMTEAM
	Réservé
	Ancienne référence : 13

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Stabilisation et fiabilisation de la filière VCSELs sur AsGa et process de fabrication de composants spécifiques

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Projet européen FunFACS, 

Projet ANR Jeunes Chercheurs/euses EELOT

	PARTENAIRES
	LIA Corée (Universités), CIRIMAT

	DUREE ESTIMEE
	6 ans

	DEBUT
	2004

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Guilhem Almuneau (CR)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	V. Bardinal (CR), T. Camps (EC),C. Fontaine (DR), M. Condé (Doctorant), E. Havard (Doctorant)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	J.B. Doucet

P. Dubreuil, L. Salvagnac

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	 (stagiaire Master)

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
· Filière VCSEL : process standard établi, introduction techno ponts à air. 
Contacts :en attente du recuit rapide RTA en cours d'acquisition
Gravure : besoin d'un procédé strictement sélectif pour l'ouverture du passivant (SiO2) par rapport au GaAs

· Process FunFACS : VCSELs de grande dimension (200x5µm à 100x100µm), 
problèmes d'adhésion du contact ITO sur des surfaces à relief (mesa), origine : contraintes sur les cassures de pentes
réalisation montage sur support SiC pour un report sur boîtier TO220
· Process BiVCSELs : structure à double mésa, à étudier : continuité métal, double oxydation, 1 jeu de masques réalisé en 2005-2006.
· Process VCSEL à cristaux photoniques : gravure de CPs sur miroir de Bragg maîtrisée (stage C. Echampard 2007), transfert vers composant VCSEL
Epitaxie : toutes les structures relatives à cette fiche sont de sources extérieures car impossibilité de les fabriquer avec bâtis actuels 




	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
Stabilisation et fiabilisation de la filière VCSELs sur AsGa : 

· Oxydation thermique sélective (en complément de la fiche COM2I COMEQ four AlOx) : mise en place du nouveau four, tests et étalonnages de l'équipement, transfert vers le process VCSEL
· Passivant : trouver un procédé de gravure absolument sélective de SiO2 et/ou Si3N4 p/r au GaAs
· Résoudre les problèmes d'adhésion de l'ITO, notamment sur surface 
· Dépôt de métaux (continuité sur les marches des mesas) et généralisation de l’utilisation de l’ITO

· Recuit thermique rapide (nouvel équipement) : mise en place des procédés de recuits métaux, ITO, ….

- Assemblage/Montage : procédé d'amincissement à fiabiliser, montage adapté à l'extraction thermique (nouveau type de boîtier, support SiC, …) 
Process VCSELs complets FunFACS (A revoir)
Réalisation de VCSELs large surface (200x200µm²), importance cruciale de l’uniformité d’injection (grilles métallique, ITO)

ITO : optimisation du procédé de dépôts + traitement thermique RTA, développement d'un procédé de gravure ICP pour l'ITO (sélectivité avec GaAs)

Autre filière pour un contact transparent non-contraint : ZnO (collab. CIRIMAT)
Process BiVCSELs

· VCSEL à double cavité pour l’émission bi-couleur (détection intégrée, génération THz, effets sur la polarisation)

Difficultés du process : 

- structure à double mésa

- diaphragmes d’oxydation identiques pour deux couches AlOx 

- discontinuité métallisation (8-10µm de marches au total).
Process VCSELs à cristaux photoniques
· Insertion du process "gravure de CPs dans des multicouches" dans un process standard VCSEL AlOx.
Nombre total de runs : 1 (BiVCSEL) + 2 (FunFACS)+ 1 (VCSELs à CP)  = 4
· Verrous technologiques à lever

· Sélectivité de la gravure du passivant p/r au GaAs
· continuité métal final : ponts à air envisagés 

· contrôle de l’AlOx (uniformité, reproductibilité)
· Maîtrise dépôt ITO avec une bonne adhésion sur des motifs structurés, stabilisation/amélioration des propriétés electro-optiques
· Réussite escomptée : 

· Contrats avec objectifs, essentiels pour l’équipe 
Prospectives VCSELs

	GROUPE
	PHOTONIQUE

	REFERENCE COMTEAM
	Réservé
	Ancienne référence : 14

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Mise au point de procédés et matériaux prospectifs pour la technologie III-V

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	ANR jeune chercheur (EELOT)

	PARTENAIRES
	LIA Corée (Universités), Université Libre de Bruxelles.

	DUREE ESTIMEE
	6 ans

	DEBUT
	2004

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Guilhem Almuneau (CR)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	V. Bardinal (CR), C. Fontaine (DR), M. Condé (Doctorant), E. Havard (Doctorant), O. Desplats (doctorant), I. Suarez (Postdoc)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	J.B. Doucet

P. Dubreuil, L. Salvagnac, A. Arnoult

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
· Travaux en cours sur le PAlOx prenant du retard sur le calendrier prévu (stabilisation du process d'oxydation, reprise d'épitaxie)
· Réception prochaine (Nov. 2007) du nouveau four AlOx : intégration en salle blanche et mise en place du contrôle en temps réel de l’oxydation

· Etude prospective ;
· Projets pouvant être prolongé au-delà de la demande



	NATURE DES TRAVAUX 


· Descriptif des opérations :

1) Développement du procédé PAlOx :

- 1a) Mise au point d’un procédé dérivé PAlOx et déclinaisons de structures-test pour son optimisation 

                      epitaxies de structures dédiées à cette étude 
                      attaques RIE ICP, 

                      oxydation AlOx, 

                      observations MEB et AFM 

- 1b) reprise d’épitaxie sur motifs oxydés
- 1c) démonstration de réalisation de motifs <1µm par PAlOx
2) exploitation dans des prototypes de composants optiques (réseaux diffractants, miroirs plans à base de réseaux planaires GaAs/AlOx) 

3) Installation et calibration d’un nouveau four AlOx avec contrôle in situ de l’oxydation 

· Verrous technologiques à lever

1b) Reprise d’épitaxie sur le PAlOx et application aux composants 
1c) Limitation de l'extension latérale de l'oxyde

3) Contrôle in-situ de l’AlOx + utilisation systématique du nouveau four pour les procédés AlOx (VCSEL, lasers ruban et demandes extérieures)

nanostructures sur gaas
	GROUPE
	photonique

	REFERENCE COMTEAM
	photo-08-06
	Ancienne référence : 15

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Etude prospective pour développer des composants novateurs/nanocomposants dans la filière III-V : nanostructuration sur GaAs et SiO2/GaAs, reprise d’épitaxie, boîtes quantiques

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	

	PARTENAIRES
	LASMEA (Clermont), LIA (Corée)

	DUREE ESTIMEE
	 

	DEBUT
	2006

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Chantal Fontaine (DR2)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Guilhem Almuneau (CR1)

Véronique Bardinal (CR1)

Olivier Desplats (Doct)

Moustapha Condé (Doct)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Alexandre Arnoult (IR)

Guy Lacoste (IE), E.Daran, F. Carcenac, P.F. Calmon, J.B. Doucet, L. Bouscayrol, P. Dubreuil, L. Salvagnac

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	X(stagiaire Master)

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
· motifs maintenant  réalisés par masqueur électronique RAITH150, en attendant la nano-impression UV

· préparations des surfaces pour la reprise d’épitaxie optimisées : O2 SF6 (ex situ) + plasma H in situ dans bâti d’épitaxie

· 1ères croissances faites sur surfaces GaAs structurées en février et 1ères obtention de boîtes localisées (arrêt du bâti pour déménagement la même semaine !)  



	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
1 – Epitaxie : 

- épitaxies de couches tampon, et éventuellement de structures à multicouches zone active à puits/ GaAlAs (confinement optique /injection électrique) AVANT traitement de structuration

- Optimisation de l’épitaxie de structures à boîtes quantiques (sur surfaces planes de GaAs) et de structures pour diodes laser à boîtes quantiques

2- RAITH 150 (/nanoimpression) :
- motifs nanostructurés sur GaAs, SiO2 et Si3N4
- masque sur support transparent pour la nanoimpression UV. 

Cette dernière technologie sera utilisée dès sa mise à disposition (intérêt car traitement collectif (coût et gain de temps)).

3- Préparation de surfaces :
- traitement plasma O2+SF6 préliminaires à l’introduction dans le bâti EJM, pour les surfaces nanostructurées 

- Nettoyage in situ des surfaces sous plasma H dans bâti EJM II (matériaux)
4 – Reprise d’épitaxie : 

- Reprise d’épitaxie pour a) études de localisation et b) épitaxies de structures-test : 
          Sur surfaces nanostructurées GaAs, SiO2-GaAs

- reprise d’épitaxie en collaborations : 

sur Al2O3/GaAs à nanotrous de haute densité venant de Corée, 

sur pointes GaAs localisées dans microtrous dans SiO2/GaAs provenant du LASMEA

5 – Epitaxie de boîtes quantiques :

         Etude de l’optimisation de la localisation de boites quantiques GaInAs /GaAs sur plots nanostructurés

6 – Fabrication des composants-test : diodes électroluminescentes et diodes laser
VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
Etapes semblant nécessiter un développement technologique ou l’adaptation d’un équipement. 

- Etude prospective, brique essentielle pour développer des composants novateurs / nanocomposants dans la filière III-V au LAAS : 

   1) mise au point de la micro/nanostructuration sur 

SiO2 (ou Si3N4, à déterminer)/GaAs 

   2) reprise d’épitaxie produisant un matériau ‘localisé’ de cristallinité adaptée au composant sur

GaAs micro/nanostructuré 

SiO2 (ou Si3N4, à déterminer)/GaAs 

Al2O3/GaAs provenant de Corée

Pointes GaAs/nanotrous Si3N4/GaAs provenant du LASMEA

GaAs (10nm) avec couche PAlOx enterrée (cf fiche 14)

    3) composants laser avec zones actives à boites quantiques

most

integration de selfs rf sur substrat silicium
	GROUPE
	MOST

	REFERENCE COMTEAM
	MOST-01-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Développement d’un procédé technologique d’intégration d’inductances par « pos-processing » sur circuits en technologies silicium

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	CIFRE

	PARTENAIRES
	confidentiel

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	Septembre 2006

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Thierry Parra (Professeur)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Christophe Viallon (MCF)

Ayad Ghannam (Doctorant)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Monique Dilhan (IR)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	non

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
Conditions de démarrage du projet :

La fiche COMTEAM 2006 à démarré avec une thèse CIFRE (A. Ghannam) en collaboration avec une importante société spécialisée dans le domaine de la microélectronique radiofréquence. Ces travaux font suite à un projet pour lequel les derniers résultats étaient attendus pour décembre 2006.
Objectif final :

L'objectif du projet vise à développer un procédé de type "above IC", destiné à améliorer le fonctionnement électrique de puces fournies par cette société. Plus concrètement, notre rôle consiste à intégrer des inductances et des interconnexions au dessus de circuits intégrés gravés sur silicium.

Travail réalisé jusqu'à présent :

Le procédé intègre la mise en place d'une résine épaisse pour réaliser la couche diélectrique séparant la puce silicium des métallisations cuivre à rajouter. Cette partie du travail est à ce jour finalisée. Les efforts de développement de ces derniers mois ont essentiellement portés sur l'adaptation du procédé mis en place aux puces fournies par la société et ont concerné :

· Le redimensionnement de Wafers 6" vers 4" (externalisé dans une PME locale), qui a considérablement fragilisé les plaquettes.
· Les plaquettes fournies possèdent une épaisseur (650 µm) plus élevée que celles qui avaient été utilisées au LAAS (550 µm) lors du développement du procédé : cette nouvelle contrainte a rendu nécessaire de modifier les paramètres de polissage de la résine diélectrique (risques de casse).
Commentaires :

Différents facteurs ont contribué à retarder le projet de plusieurs mois. Parmi les origines de ce retard, on peut citer :

· quelques erreurs qui ont engendré des retards de livraison de la part de l’industriel,
· des paramètres modifiés : épaisseur des plaquettes fournies de 650 µm au lieu des 550 µm avec lesquels le LAAS est habitué à travailler,
· fragilité des wafers redimensionnés,
· introduction de nouveaux développements technologiques réalisés par le LAAS.
Le retard commence à être significatif et une petite augmentation de la part temps allouée par TEAM à ce projet pourrait nous permettre de rattraper l'agenda initialement élaboré. A noter que Ayad Ghannam peut maintenant intervenir en salle blanche ce qui constitue un nouvel élément à mettre à profit. Les résultats de ce projet permettront d’obtenir une avancée significative pour la thèse de A. Ghannam, objet de la présente fiche.

	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
Confidentiel

Opérations technologiques pour l’année 2007/2008 :
1. Premiers démonstrateurs
2. Caractérisation des inductances.
3. Caractérisation de la résine diélectrique.
4. Deuxième génération de démonstrateurs.
SOUTIEN MOST
	GROUPE
	MOST

	REFERENCE COMTEAM
	MOST-02-07

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Réalisation de circuits hybrides micro-ondes

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Divers (contrat européen Mobilis, contrat ANR O2E, contrat CNES…etc…)

	PARTENAIRES
	

	DUREE ESTIMEE
	Toute l’année

	DEBUT
	Immédiat

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Olivier LLOPIS

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Ensemble des chercheurs MOST 

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	JB Doucet (AI)– D Colin (AJT)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :



	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
Ce projet vise à assurer des réalisations simples et ponctuelles de deux types différents : 

1) gravure d’une alumine métallisée (incluant le masque)

2) report en « flip-chip » d’une puce

-> détails du point 1)

La gravure d’alumine par voie humide est un service de la salle blanche auquel traditionnellement le groupe MOST fait appel deux ou trois fois par an. Il est destiné à réaliser des supports expérimentaux ou des circuits pour des fréquences de fonctionnement de l’ordre de (ou supérieures à) 10 GHz. 

Remarque : les circuits aux fréquences inférieures à 10 GHz sont réalisés par sous-traitance avec des plaques de type Teflon + Cuivre (ce qui réduit sensiblement nos demandes TEAM pour ces travaux). Par contre, les circuits « alumine » sont réalisés lorsqu’une plus grande précision est nécessaire (masque + gravure).

Les plaques d’alumine métallisée Au (épaisseur : 5 um d’or) sont fournies par nos soins.

Pour cette année, on peut estimer le besoin à 4 ou 5 réalisations.

-> détails du point 2)

Pour un projet particulier (Mobilis), nous aurons à reporter en Flip-Chip sur des circuits intégrés silicium des résonateurs réalisés au LETI (3 ou 4 résonateurs sur 3 ou 4 circuits). En cas d’impossibilité, ce travail pourra être effectué au LETI, mais il serait intéressant de le réaliser au LAAS pour augmenter notre implication dans ce type de tâche pour nos futurs contrats.

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
aucun
minc

nano rf
	GROUPE
	minc

	REFERENCE COMTEAM
	minc-01-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Etude des potentialités RF et micro ondes des nanotubes de carbone

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Anr Nature, Europe Nano RF, Noe AMICOM, R&T CNES

	PARTENAIRES
	CNES, CIRIMAT, LPCIM

	DUREE ESTIMEE
	2 ans et demi

	DEBUT
	Mai 2006

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Katia Grenier (CR)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Sébastien Pacchini (Doctorant)

Thibaut Ricart (Doctorant)

David Dubuc (MCF)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Monique Dilhan (IR)
Franck Carcenac (IR)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	Tonio Idda (Europe NanoRF)

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
Pour le projet ANR Nature et R&T CNES, les briques de base technologiques ont été testées et quasi toutes validées séparément. L’année 2007-2008 servira à la mise en place de la filière technologique complète de nano-interrupteur. 

Pour le NoE AMICOM, les travaux sont terminés.

Pour le projet R&T CNES, des premières structures de test ont été fabriquées et caractérisées. Leurs premiers résultats ont validé le concept et vont permettre l’élaboration en 2007-2008 de structures complémentaires. 


	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
· Dépôts de couches métalliques Ti, Pt, TiN, Mo

· Dépôts de Ni

· Dépôts de couches isolantes LPCVD et PECVD en SiO2, SiN

· Gravure chimique ou sèche de SiO2, SiN, Ni

· Utilisation de couches sacrificielles

· Utilisation de BCB

· Photolithographies classiques UV, et EBEAM pour les structures nano

· Sonification de polymères

· Dépôts électrochimiques de Cu, Au

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
Gravure sèche de Ni envisagée -> à développer

Photolithographie EBEAM dans une cavité de 3um de profondeur (si les premiers résultats obtenus lors du test de la filière technologique complète ne sont pas concluant)

WATTMETRE RF A MEMS
	GROUPE
	minc - MIS

	REFERENCE COMTEAM
	MINC-02-07

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Etude de wattmètre RF à base de MEMS

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	LNE (Laboratoire National Essa

	PARTENAIRES
	LNE

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	Juillet 2007

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Robert PLANA

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 

(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Thierry CAMPS, Patrick PONS, doctorant

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Mazenq (AI)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	 

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :


	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
1- Nettoyage 

2- Oxydation thermique 

3- Evaporation Ti/Au 

4- Moule résine lignes coplanaires 

5- Au électrolytique 

6- Evaporation Ti  pour couche accrochage pont poly

7- Photolitographie gap 

8- Gravure chimique liquide Ti/Au/Ti

9- Couche sacrificielle Ge 

10- Photolithographie ancrages pont Masque 3:

11- Dépôt polysilicium

12- Photolithographie Pont Masque 4

13- Gravure RIE polysilicium

14- Gravure couche sacrificielle 

15- Séchage CO2 

2 runs de 3 plaques

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES : 
mems rf de puissance 
	GROUPE
	minc

	REFERENCE COMTEAM
	minc-03-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	MEMS de puissance haute fréquence et architectures reconfigurables pour applications micro ondes de puissance

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	DGA Pamir, Europe AMICOM, Thèse Alcatel

	PARTENAIRES
	DGA, Alcatel Space

	DUREE ESTIMEE
	5 ans

	DEBUT
	Février 2003

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Katia Grenier (CR)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Chloé Bordas (Doctorant)

David Dubuc (MCF)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Laurent Mazenq (AI)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
Mise au point d’une filière technologique de MEMS de puissance aboutie et applications à des circuits plus complexes réussie durant l’année 2007.



	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
1. Dépôt d’une couche isolante par rapport au substrat

2. Fabrication de résistances en Ge

3. Dépôt de lignes conductrices épaisses en Au

4. Dépôt d’un diélectrique

5. Dépôt d’une couche sacrificielle

6. Dépôt d’une métallisation en Au (évaporation et électrolytique)

7. Libération des MEMS

8. Assemblage

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
Verrous déjà débloqués les années précédentes 
FIABILITE MICRO-COMMUTATEURS RF
	GROUPE
	minc

	REFERENCE COMTEAM
	MINC-04-07

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Etudes des mécanismes de défaillance des micro-commutateurs RF liés au chargement des diélectriques

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	FAME (ANR), ESA, FITMEMS (Région)

	PARTENAIRES
	LETI, LAPLACE, NKUA Athènes, 

	DUREE ESTIMEE
	

	DEBUT
	

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Robert PLANA

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Patrick PONS, Fabio COCCETI (post doc), Jason RUAN (doc), Hikmat ACHKAR (doc), nouveau doc, Mohamed LAMHAMDI (doc), Aissa BELARNI (MC invité), Georges PAPAIOANNOU (Pr invité), Yvan SEGUI (DR LAPLACE), Laurent BOUDOU (CR LAPLACE), Jean GUASTAVINO (Pr LAPLACE)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Pierre Francois Calmon (IR)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	 

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
· Structures de tests RF : mise en évidence du rôle du temps de contact du micro-commutateur sur le diélectrique (Thèse Samuel MELLE°)

· Capacités MIM : Mise en évidence du rôle des liaisons Si-H dans le chargement du diélectrique

· Mesures AFM : Développement de la technique pour chargement ponctuel et analyse de la cinétique de déchargement


	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
Structures de tests RF : micro-commutateurs 

( 2 runs avec différents diélectriques ( 2 plaques / run, 2 diélectriques différents / run : 8 plaques)
Nettoyage 
Oxydation thermique)

Evaporation Ti/Au couche accrochage 
Moule résine 

Au électrolytique 

Evaporation Ti pour accrochage diélectrique

Photolitographie gap Masque 2 

Gravure Ti/Au/Ti

Dépôt diélectriques à tester
Photolitographie diélectrique Masque 3 

Gravure RIE diélectrique

Gravure Ti

Couche sacrificielle PMGI SF15

Photolithographie ancrages pont Masque 5 : gravure complète couche sacrificielle

Photolithographie plots contact Masque 6 : gravure partielle couche sacrificielle (étape optionnelle)

Evaporation Au 

Au électrolytique 

Photolithographie pont Masque 7
Gravure Au 

Gravure couche sacrificielle stripper

Séchage CO2 

Structures de tests BF : capacités MIM 
( 2 runs avec différents diélectriques ( 2 plaques / run, 3 diélectriques différents / run : 12 plaques)
1- Nettoyage 

2- Oxydation thermique)

3- Evaporation Ti/Au couche accrochage 
4- Au électrolytique 

5- Evaporation Ti  pour accrochage diélectrique

6- Photolitographie électrode inférieure Masque 2 

7- Gravure Ti/Au/Ti

8- Dépôt diélectriques à tester: 0.2µm à 0.4µm

9- Photolitographie diélectrique Masque 3 

10- Gravure RIE diélectrique

11- Evaporation Ti/Au couche accrochage

12- Au électrolytique 

13- Photolitographie électrode supérieure Masque 2 

14- Gravure Ti/Au

Couches diélectrique : Analyse AFM 
( 2 runs avec différents diélectriques ( 2 plaques / run, 5 diélectriques différents / run : 20 plaques)
1- Nettoyage

2- Evaporation couche métallique interface à étudier en contact avec diélectrique (Ti, Au, autre)

3- Dépôt diélectrique à étudier

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES : 
- Réalisation de stoppeur pour éviter le contact entre le pont et les électrodes d’actionnement 

- Trous dans les diélectriques de faibles épaisseurs obtenus par PECVD ( courts circuits capacité MIM

circuits RF reconfigurables
	GROUPE
	minc

	REFERENCE COMTEAM
	MINC-05-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Etude de circuits RF reconfigurables à base de microstructures actionnables et de couches piézo/ferro électriques

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Voir détail sous projets

	PARTENAIRES
	Voir détail sous projets

	DUREE ESTIMEE
	Voir détail sous projets

	DEBUT
	Voir détail sous projets

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Patrick Pons

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Voir détail sous projets

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Pierre Francois Calmon (IR)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	Stéphane AOUBA ( Décembre 07 – Novembre 09)

Christina VILLENEUVE (Novembre 07 –Octobre 09) 

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
· Filière pont en or actionnables électrostatiquement en cours de re-stabilisation (couches sacrificielles et couches structurelles)

· Filière sur membrane : travaux M2D sur optimisation membranes épaisses en cours



	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
Nettoyage 
Oxydation thermique 

Nitrure LPCVD faible contrainte: optionnel ( si structures sur membrane (collectif 25 plaques)

Oxynitrure PECVD: optionnel ( si structures sur membrane de grandes dimensions

Evaporation Ti/Au couche accrochage 
Moule résine lignes coplanaires 

Au électrolytique 

Evaporation Ti  pour accrochage diélectrique

Photolitographie gap Masque 2 

Gravure Ti/Au/Ti

Dépôt PECVD SiNx BF 

Photolitographie diélectrique Masque 3 
Gravure RIE SiNx

Gravure chimique Ti

Photolitographie plaque flottante / Capacité MIM : lift off Ti/Au Masque 4 
Evaporation Ti/Au 

Dépôt polymide PMGI SF15 pour planarisation fentes coplanaires 

Photolitographie lignes coplanaires : Masque 2

Couche sacrificielle PMGI SF15 (3µm)

Photolithographie ancrages pont Masque 5 : gravure complète couche sacrificielle

Photolithographie plots contact Masque 6 : gravure partielle couche sacrificielle (étape optionnelle)

Evaporation 
Au électrolytique 

Photolithographie Pont Masque 6

Gravure Au 
Gravure couche sacrificielle stripper

Séchage CO2 

Etapes additionnelles à intercaler dans le process, si structures sur membrane

· Photolithographie Masque 7 face arrière

· Gravure RIE face arrière diélectrique

· Gravure DRIE Si face arrière en laissant 50µm de Si

· Gravure DRIE Si face arrière finale (arrêt sur membrane diélectrique)

Substrat de silice fondue à la place du silicium pour certains projets (suppression diélectriques étapes 2,3 et 4)

Projet LIMA (FRAE) : Juillet 2007 – Juillet 2010 

Filtres reconfigurables

Chercheurs impliqués : Robert PLANA, Gaetan PRIGENT (MC LAPLACE), Vincent PUYAL (Post doc), VU THAN Mai (doc)

Partenaires : 

Travaux 
· 1 run sur Si sans membrane (4° trimestre 2007) ( Vincent Puyal à coupler avec run MEMICOM

· 1 run sur Si avec membrane (1° trimestre 2008) ( Vincent Puyal : à coupler avec run AMICOM et CIAME

· 1 run sur Si sans membrane (2° trimestre 2008) ( Vincent Puyal, VU THAN Mai

Projet AMICOM (NoE) : Janvier 04 – Décembre 07

Filtres reconfigurables

Chercheurs impliqués : Robert PLANA, Fabbio COCETTI (Post doc)

Partenaires : IMT Bucharest

Travaux : 1 run sur Si avec membrane à coupler avec LIMA et CIAME (1° trimestre 2008)

Projet MEMICOM (Trans Région ) : Aout 2006 – Juillet 2008

Déphaseurs

Chercheurs impliqués : Robert PLANA, Fabbio COCCETTI
Partenaires : UPC Barcelone

Travaux 
· 1 run sur Si sans membrane (4° trimestre 2007) à coupler avec run LIMA

· 1 run sur quartz (2° trimestre 2008) 

Projet CIAME (Région) : Aout 2004 – Décembre 2006 

Filtres

Chercheurs impliqués : Robert PLANA, Danielle BAJON (MC SupAéro)

Partenaires : Supaéro

Travaux : 1 run sur Si avec membrane (1° trimestre 2008) à coupler avec run LIMA et AMICOM

Projet CNES : Septembre 2005 – Octobre 2008 

Antennes reconfigurables
Chercheurs impliqués : Hervé HAUBERT, Sami HEBIB (doc)

 Partenaires : CNES
Travaux : 1 run sur Si sans membrane (2° trimestre 2008)
Projet CNES : Octobre 2007 – Septembre 2010 

SiRW

Chercheurs impliqués : Hervé HAUBERT, Ahmed ALI (doc)

Partenaires : CNES

Travaux : Structuration de couches métalliques sur les deux faces d’un substrat (le plus épais possible) et réalisation de trous métallisés traversant le substrat

Projet technologique en cours de définition, démarrage fabrication démonstrateurs en juin 2008
Projet RAMEMS (Région) : Septembre 2006 – Aout 2008

Projet R3MEMS (ANR) : Janvier 08 – Décembre 2010

Réseau d’antennes reconfigurables 

Chercheurs impliqués : Hervé AUBERT, Rashid AAMIR (doc), Gaetan PRIGENT (MC LAPLACE), Nathalie RAVEU (MC LAPLACE)

Partenaires : ALCATEL, NOVAMEMS, EPSILON, IETR, HCM, LIRMM
Travaux 
· 1 run sur quartz (4° trimestre 2007)

· 1 run sur quartz (1°/2° trimestre 2008)

· Compléments filière

· Réalisation de capots en quartz (Photolitho, gravure 10µm, découpe, report)

· Report et interconnexions de circuits sur quartz et de circuits actifs sur PCB

Projet ?

Métamatériaux reconfigurables

Chercheurs impliqués : Robert PLANA, Fabbio COCCETTI, Eliban ??? (doc), BDI CNRS (Avril 2008)

Partenaires : CNES

Travaux : Structuration d’une surface métallique et réalisation de ponts métalliques actionnables électrostatiquement ( 1 run sur Si sans membrane (2° trimestre 2008)

Projet SPRINT (Freescale USA / MINEFI) : Septembre 2006 – Aout 2009

Projet FITMEMS (Région) : Septembre 2007 – Aout 2009
Plateforme d’intégration 3D de MEMS pour les communications mobiles
Chercheurs impliqués : Robert PLANA, Mahmoud ALAHMAD (post doc), Fabio COCCETI (post doc), David PEYROU (post doc), Anthony COUSTOU (IR), Achkar HIKMAT (doc), Fabienne PENNEC (doc)
Partenaires : LETI, FREESCAL USA, NOVAMEMS
Travaux 
· Optimisation circuits passifs : 1 run sur Si (4° trimestre 2007 / 1° trimestre 2008)

· Etape 2 : comparaison performances en remplaçant l’oxyde par du polysilicium ou en supprimant l’oxyde : 3 lots de 3 plaques 

· Evaluation des performances en gravant le diélectrique dans les fentes coplanaires

· Réalisation de résistances à l’aide de la couche d’accrochage en Ti

· Structures de tests pour l’étude du contact métal / métal
· Réalisation d’étapes ponctuelles pour le LETI (métallisations, gravures)

· Pont métallique simple actionnable par nano-indenteur (suppression étapes 8 à 16) : 2 runs sur Si (1° trimestre 2008, 2° trimestre 2008)
· Développement de couches piézoélectriques sol gel (PZT) ( Actionnement MEMS RF

· Electrode Ti, dépôt PZT, recuit RTA, électrode Au

· Caractéristiques cristallographiques électrode inférieure (Pt)

· Caractéristiques cristallographiques et piézoélectriques PZT en fonction des conditions d’élaboration
· Développement de couches ferroélectriques sol gel (BST, LSMO) ( Agilité circuits passifs RF

· Electrode Ti, dépôt BST ou LSMO, recuit RTA, électrode Au

· Caractéristiques cristallographiques électrode inférieure (Pt)

· Caractéristiques cristallographiques et ferro-électriques BST en fonction des conditions d’élaboration
BILAN :

· 3 run sur Si sans membranes (3 fois 3 plaques)
· 1 run sur Si sans membranes en changeant le diélectrique de passivation (3 fois 3 plaques) 

· 2 run sur Si sans membranes non actionnables électrostatiquement (2 fois 3 plaques)

· 1 run sur Si avec membrane (3 plaques)

· 3 run sur quartz (3 fois 3 plaques)

· 2 run de capots quartz (2 fois 3 plaques)
· Couches piézo/ferro électriques : 4 runs de tests x 4 plaques pour chaque matériau (PZT, BST,LSMO)

· Développement trous métallisés : non comptabilisé dans fichier excel

· 1 run sur Si sans membranes (métamatériaux) : non comptabilisé dans fichier excel (second trimestre 2008)
VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES : Concerne la plupart des projets à des degrés divers
· Lignes en or électrolytique

· Minimisation rugosité/pics

· Optimisation compromis rugosité / contraintes

·  A finaliser

· Lignes en cuivre : résistivité plus faible que or

· Minimisation rugosité/pics

· Optimisation compromis rugosité / contraintes 

· Passivation par or électrolytique sans polarisation

· En cours, à finaliser

· A finaliser

· Couche sacrificielle polymère : remplacement couche sacrificielle résine

· Planarisation couche sacrificielle (double couche, CMP)

· Contrôle profondeur plots contact ( 1µm (gravure liquide, RIE)

· Minimisation contrainte/gradient contrainte or évaporé sur polymère (très important pour pont à faible raideur mécanique) – Etude cristallographique et mécanique
· Minimisation contrainte/gradient contrainte or électolytique sur or évaporé (très important pour pont à faible raideur mécanique) - Etude cristallographique et mécanique
· A finaliser et optimiser - prioritaire

· Couche sacrificielle en cuivre : suppression couche d’accrochage en or du pont

· Compatibilité filière (gravure sélective/pont)

· Minimisation rugosité, pics (dépôt sputtering)

· Planarisation couche sacrificielle (double couche, CMP)

· Contrôle profondeur plots contact ( 1µm (gravure liquide, multicouches lift off)

· Minimisation contrainte/gradient contrainte or évaporé sur cuivre ((très important pour pont à faible raideur mécanique) - Etude cristallographique et mécanique
· Minimisation contrainte/gradient contrainte or électolytique sur or évaporé (très important pour pont à faible raideur mécanique) - Etude cristallographique et mécanique
·  En cours

· Ponts métalliques en or électrolytique par moule de résine sur couche sacrificielle

· Meilleur contrôle dimensionnel

· Pont à plusieurs épaisseurs (renforcement localisé)

· Nécessaire pour optimisation mécanique

· Nouveaux matériaux pour ponts 

· Matériau à contrainte de plasticité plus élevée que or : Alliages Al, Pt, Poly

· Intéressant mais non prioritaire

· Nouvelle filière de ponts 

· Report de substrat pour supprimer la couche sacrificielle

· Possibilité pont en Si

· Intéressant mais non prioritaire

· Développement de couches piézoélectriques sol gel (PZT)

· Optimisation propriétés en fonction conditions élaboration (électrodes, recuits)
· Nécessaire pour faire évoluer la filière à faible tension d’actionnement

· Développement de couches ferroélectriques sol gel (BST, LSMO)
· Optimisation propriétés en fonction conditions élaboration (électrodes, recuits)
· Intéressant pour faire évoluer la filière des circuits passifs agiles

· Développement de trous métallisés

· Nécessaire pour projet SiRW
circuits RF 3D
	GROUPE
	minc

	REFERENCE COMTEAM
	MINC-06-07

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Réalisation de circuits RF 3D à base de multicouches métal/BCB et intégration de circuits actifs

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Voir détail sous projets

	PARTENAIRES
	Voir détail sous projets

	DUREE ESTIMEE
	Voir détail sous projets

	DEBUT
	Voir détail sous projets

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Robert PLANA

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Voir détail sous projets

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Laurent MAZENQ

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	 

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
· Filière avec 3 niveaux de métal et 2 couches BCB de 10µm : OK

· Filière avec couches BCB > 10µm : problème de développement

· Ouverture du process en RTB à envisager




	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
Procédé technologique de circuits passifs sur BCB à 3 niveaux de métal

Nettoyage 
Oxydation thermique

Intégration circuit actif (option)

Photolithographie cavité : Masque 1

Gravure oxyde BHF

Reprise procédé circuit passif (enlever couches métal et BCB dans future zone circuit actif)
Evaporation Ti/Au métal 1 couche accrochage

Au électrolytique 
Moule résine: Masque 2 (AZ4569)

Au électrolytique 

Gravure couche accrochage métal 1

Dépôt BCB 

Photolithographie BCB : Masque 3

Evaporation Ti/Au couche accrochage métal 2

Moule résine: Masque 4 (AZ4569)

Au électrolytique 

Gravure couche accrochage métal 2

Report circuit actif

Photolithographie cavité : Masque 1

Gravure RIE Si 

Report circuit actif dans la cavité en silicium (précision quelques microns)

Reprise procédé circuit passif

Dépôt BCB Photolithographie BCB : Masque 5

Evaporation Ti/Au couche accrochage métal 3

Au électrolytique 

Photolithographie métal 3

Gravure métal 3

Projet VELO (ANR) : Septembre 2006 – Aout 2009 

Circuits passifs et intégration de circuits actifs
Chercheurs impliqués : Patrick PONS, Gaetan PRIGENT (MC LAPLACE), , 1 doctorant IMS (ex IXL)
Partenaires : IMS (ex IXL), ST
Travaux : 
· 1 run sans report circuit actif (1° trimestre 08 ?) : coupler avec autre run VELO ?

· 1 run avec report circuit actif (2° trimestre 08 ?)

Projet VELO (ANR) : Septembre 2006 – Aout 2009 

Circuits passifs et intégration antennes
Chercheurs impliqués : Erwan FOURN (LEST), Patrick PONS, 1 doctorant LEST
Partenaires : LEST, ST
Travaux : 
· 1 run sans report circuit actif (1° trimestre 08 ?) : coupler avec autre run VELO ?

· 1 run sans report circuit actif (2° trimestre 08 ?)

Projet CIAME (Région) : Aout 2004 – Décembre 2006 

Filtres
Chercheurs impliqués : Robert PLANA, Danielle BAJON (MC SupAéro)
Partenaires : Supaéro
Travaux : 1 run sans report circuit actif (4° trimestre 07) : masques déjà faits

BILAN :

· 3 run sans report circuit actif (3 fois 3 plaques)

· 1 run avec report circuit actif (3 plaques)

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
· Filière avec couches BCB > 10µm : problème de développement

· Intégration circuits actif : filière : à valider ?

· Planarisation niveaux par polissage BCB/métal : à développer pour améliorer fiabilité

· Vias métalliques traversant le substrat Si : à développer pour enrichir la filière (servira également pour autres filières)
caracterisation mecanique des materiaux
	GROUPE
	minc – M2D

	REFERENCE COMTEAM
	MINC-07-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Développement de banc de tests pour l’étude des propriétés mécaniques des matériaux obtenues en microtechnologie.

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	RAMEMS (Région), FITMEMS (Région)

	PARTENAIRES
	LGMT, NOVAMEMS, EPSILON

	DUREE ESTIMEE
	

	DEBUT
	

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Patrick Pons

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Robert PLANA (Professeur), André FERRAND (MC LGMT), Dimitry LERAY (MC LGMT), David PEYROU (post doc), nouveau doctorant

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Pierre François Calmon (IR)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	 

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
· Bancs de tests de gonflement de membrane de seconde génération développé

· Validation de l’intérêt du chargement ponctuel de membrane par nano-indentation

· Première évaluation de l’excitation dynamique de membranes (mode de résonnance)



	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
Fabrication de membranes ou structures suspendues
Nettoyage 

Oxydation (optionnel)

Dépôt de la couche à caractériser (diélectrique, métal)

Photolithographie de la couche à caractériser 

Gravure de la couche à caractériser

Photolithographie couche de masquage face arrière

Gravure DRIE du Si face arrière

Travaux prévus 

· 1 run (3 plaques) éprouvettes de micro-traction en Au 5µm (1° trimestre 2008)

· 1 run (3 plaques) membranes SiNx LPCVD 0.6µm (1° trimestre 2008)

· 1 run (3 plaques) membranes Au 5µm (2° trimestre 2008)

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES : 
SECHAGE GRAVURE ET FONCTIONALISATION CO2
	GROUPE
	M2D – MINC - MIS

	REFERENCE COMTEAM
	MINC-08-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Potentialités du CO2 supercritique pour la fonctionnalisation des surfaces dans des cavités et pour la gravure des couches sacrificielles

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	RECIF, Région (CO2MEMS)

	PARTENAIRES
	RECIF, LGMT

	DUREE ESTIMEE
	4 ans

	DEBUT
	Janvier 05

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Patrick PONS 

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Laurent RABBIA (RECIF), Vincent PERRUT (RECIF), Djemel LELLOUCHI (NOVAMEMS), Ali BOUKABACHE

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Eric IMBERNON (IR CDD)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
· Etude sur substrat Si, Si02 et Au de effet de différents produits mélangés au CO2 : mesure angle contact et force adhésion



	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
· Fonctionnalisation de surface de substrat à l’aide du CO2 supercritique

· Fonctionnalisation de surface de ponts métalliques à l’aide du CO2 supercritique

· Fonctionnalisation de surface de micro-canaux à l’aide du CO2 supercritique

· Gravure de couches polymère à l’aide du CO2 supercritique

· Gravure de couches sacrificielles polymère à l’aide du CO2 supercritique

Structures de tests obtenues dans le cadre d’autres projets : pas ou très peu de process à part l’utilisation de la machine de CO2

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
· Vitesse de gravure des couches sacrificielles polymère avec CO2 supercritique plus solvant ?
· Tenue des couches de fonctionnalisation aux stress thermique
M2D

capteur de pression medical
	GROUPE
	M2D

	REFERENCE COMTEAM
	M2D-01-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Evolution des capteurs de pression pour les applications médicales

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	ANR CAPTAM

	PARTENAIRES
	HEMODIA, CHU, INSERM, EPSILON

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	Janvier 07

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Patrick PONS (CR)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Fuccio CRISTIANO, M CESARY ( Doc), Michal  OLSZACKI (Doct), Pierre YAMEOGO (DocCIFRE HEMODIA)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Thierry DO CONTO

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	Mohamad AL BAHRI (CDD ANR)

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
· Quelques tests assemblage Si/Si réalisés (pannes AML, déménagement, changement responsable)

· Tests reproductibilité largeur min masquage résine pour implantation : 3µm

· Conception et fabrication des masques du premier run

· Tests de découpe des films Kapton : OK

· Fabrication outillage pour bonding fil puce/film Kapton



	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
Substrat Si

Nettoyage

Oxydation 
Photolithographie cavité masque 1 
Gravure SiO2

Substrat SOI

Nettoyage 
Oxydation 

Substrat Si + SOI

Assemblage Si/SOI

Gravure KOH pleine plaque du Si (400µm) du SOI

Gravure pleine plaque SiO2 enterré du SOI

Oxydation 

Photolithographie interconnexions P++ masque 2 

Implantation Bore 

Recuit activation Bore P++ 
Photolithographie contact Bulk type N masque 3 (AZ1529)

Implantation Arsenic N++ 

Photolithographie jauges masque 4 

Implantation Bore P+ 
Photolithographie Résistance thermique masque 5 
Implantation Bore Rth 

Photolithographie ouverture Si masque 6 

Recuit activation N++ et P+ 

Photolithographie contact Si électrode inférieure masque 7 

Gravure SiO2

Photolithographie contact métal masque 8 

Lift off Al 

Photolithographie plots contact masque 9 

Lift off Ti/Au 

Photolithographie polymère/silicone biocompatible masque 10 
Découpe scie diamentée 

Film Kapton 75µm épaisseur

Stud bump Au

Découpe scie diamentée échantillons de 20cm x 700µm
Puce Si/SOI + Film Kapton

Flip chip puce Si/SOI sur film Kapton face inférieure

Bonding fil Au entre Si/SOI et Kapton face supérieure

Passivation bonding au glob top

Montage de l’ensemble dans capsule

Scellement du capteur dans la capsule avec polymère/silicone biocompatible

Bilan run

· 1 run SOI (4° trimestre 2007) : 1 x 3 plaques

· 2 run  Si/SOI (4° trimestre 2007, 2° trimestre 2008) : 2 x 4 plaques

· 1 run simplifié Si/Pyrex étude générateur de pression électrostatique : 2 plaques

· 1 run Si étude thermique jauges en fonction dopage : 1 x 6 plaques

· 1 run SOI étude thermique  jauges en fonction dopage : 1 x 6 plaques
VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
· Assemblage Si/SOI avec une plaque déjà structurée : reproductibilité assemblage et du niveau du vide dans cavité

· Reprise de process après assemblage Si/SOI

· Plot Au en stud bump sur film Kapton

DOSIMETRE 4 METAUX
	GROUPE
	M2D

	REFERENCE COMTEAM
	M2D-02-07

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Réalisation de dosimètres MOS ayant des métaux de grille et épaisseurs différents pour étude de l’influence sur les propriétés des capteurs

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Contrat 

	PARTENAIRES
	

	DUREE ESTIMEE
	1 an

	DEBUT
	01/01/2007

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	G. Sarrabayrouse

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	E. Imbernon

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :



	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
· Process standard dosimètres grille métallique.

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
Capteur de pression rf
	GROUPE
	M2D - MINC

	REFERENCE COMTEAM
	M2D-03-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Développement de capteurs passifs sans énergie embarquée

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	pôle AESE (SACER)

	PARTENAIRES
	

	DUREE ESTIMEE
	5 ans

	DEBUT
	2005

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Patrick PONS

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Hervé AUBERT, Mohamed JATLAOUI (doc)

Franck CHEBILA (doc) 

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Colin (AJT) Dubreuil (IE)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
· Réalisation de cavité en pyrex de 3µm à 5µm avec un filtre coplanaire et soudure de plaques silicium

· Pas de réponse du filtre ?: résultats en cours d’analyse



	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
Pyrex
Dépôt Al face arrière 

Nettoyage Pyrex 

Dépôt couche métallique protection Cr/Au face avant (collectif)

Photolithographie cavité pyrex masque 1 

Gravure liquide Au et Cr

Gravure liquide pyrex au HF 
Gravure liquide Au et Cr pleine plaque

Photolithographie filtre RF masque 2 
Lift off Al 

Silicium

Nettoyage 

Pyrex + Silicium
Soudure anodique Si/Pyrex

Gravure KOH pleine plaque (amincissement Si)

Photolithographie ouverture Si masque 3 

Gravure RIE Si (sans 02)

Scellement cavité avec diélectrique (à développer)

Photolithographie plot contact masque 4 

Gravure RIE diélectrique

Travaux

1 run (1x3 plaques) sans amincissement Si et sans scellement cavité

2 run (2x3 plaques) avec amincissement Si et sans scellement cavité

Tests scellement cavité (sans circuit RF) : 3 plaques

1 run (1x3 plaques) avec amincissement Si et avec scellement cavit
VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
1. Scellement cavité sous vide avec diélectrique : le diélectrique doit fermer la cavité d’où sort le circuit métallique sans perturber le fonctionnement de la membrane en silicium

( Utilisation évaporation SiO2 ou pulvérisation Pyrex (cible à acheter)
PACKAGING DES CAPTEURS DE PRESSION
	GROUPE
	m2D

	REFERENCE COMTEAM
	M2D-04-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Développer une encapsulation collective, fiable des capteurs de pression aéronautiques

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Region CENTRE (Pôle capteur Bourges), Auxitrol

	PARTENAIRES
	AUXITROL, Université Orléans

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	Novembre 2006

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Patrick PONS

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Sébastiano. BRIDA (IR Auxitrol), Jean François. Le Néal (doc CIFRE)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	H.Granier (IR)-Colin (AJT)-Do Conto (T)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
· Mise au point du scellement anodique et par eutectique  Si-Au pour WLP

· Oct 2007 : caractérisation du Run1 PACOPRESS (5 wafers) avec scellement anodique Standard Face arrière et Face avant avec pyrex percé

· Gravure humide profonde Pyrex

· Pb : Impossibilité de mettre en place un process de thermocompression pour Wafer Level Packaging sur AML : la force appliquée est difficilement contrôlable et insuffisante par rapport au design nécessaire pour garantir l’herméticité du scellement



	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES pour les RUNS PACOPRESS et FORCESENSOR:
0 Entry control of SOI wafers

1 Wafer preparation

2 Thermal oxidation
3 Gauges Photo-Etching

4 Re-gauges oxidation

5 Ionic Implantation (done at IBS) and Diffusion
6 LPCVD Si3N4 coating

7. Front side Si3N4 Etching & partial SiO2 etching

8. Back side Si3N4 Etching
9. Si Etching for front side structures
10 KOH membrane etching

11 Contact opening

12 Metallization

Travaux : 
· 5 run test scellement (2007-2008)

· 1 run PACOPRESS (2007-2008) 

· 1 run FORCESENSOR (2008)

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
· Optimisation et caractérisation mécanique et d’herméticité des techniques de scellement anodique, eutectique et  par thermo-compression

· Dépôt résine sur surface structurée à plus de 25µm et wafers avec trous traversants 

· Gravure profonde Pyrex contrôlée (masking layer, underetching, qualité surface pas gravée)

· Vias métalliques et en Poly-dopé traversant le substrat Si
ESSilor
	GROUPE
	M2D

	REFERENCE COMTEAM
	M2D-05-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Réalisation d’un verre « digitalisé » par les méthodes techniques de la microélectronique

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Laboratoire commun Essilor / RTB

	PARTENAIRES
	Essilor, CIRIMAT, Laplace

	DUREE ESTIMEE
	6 ans

	DEBUT
	2003

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Ludivine  Fadel Taris (MCF)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 

(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Stéphanie Poirier (Doctorant 06)

Sylvie Vinsonneau (Ingénieur Essilor)



	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Véronique Conédéra (IR)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
Dans le cadre du laboratoire commun Pixcell (reconduit en 2007), le partenariat de recherche engagé avec ESSILOR, depuis Novembre 2003, (thèses Cifre de L.Pont, F.Shi et P. Leffilastre), se poursuit en Novembre 2006 avec la convention Cifre de Stéphanie Poirier, sur le développement des Technologies d’Impression par Jet d’Encre pour la fonctionnalisation de pixels. Le but de ce projet est de remplir des structures tridimensionnelles de taille micrométrique par des liquides optiques. 




	NATURE DES TRAVAUX 


Ce travail de recherche dont l’objectif visé est la maîtrise de la volumétrie ainsi que l’adressage spatial pour des dépôts à l’échelle micrométrique est une première expertise dans la Compréhension et la Maîtrise des paramètres du procédé d’Impression par Jet d’Encre.
De plus, grâce à cette étude un nouveau savoir faire va être acquis et permettra de s’ouvrir vers d’autres applications, notamment dans le domaine de la microélectronique.

Etude des materiaux lpcvd
	GROUPE
	M2D

	REFERENCE COMTEAM
	M2D-06-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Etude des dépôts LPCVD/PECVD de la filière silicium

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Projet TEOS (LAAS-CNRS)

	PARTENAIRES
	

	DUREE ESTIMEE
	2 ans

	DEBUT
	Septembre 2006

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	E Scheid (CR)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	P Temple-Boyer (CR)

C Molliet (CNAM)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	B Rousset (IR)

L Bouscayrol (AI)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
Ca avance doucement mais sûrement



	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
Essais de différents paramètres de procédés LPCVD. Mesures d’épaisseur, de composition, de contrainte (gravure face arrière).
Réalisation de dispositifs simples de test : membranes, pont et poutre. Photolithographie et gravure profonde face arrière, ou face avant.

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
Il s’agit de trouver un procédé de dépôt de couches épaisses faiblement contraintes ; compatible avec les procédés des micro systèmes. La difficulté réside dans l’obtention de vitesses de dépôt élevées de manière reproductible et  homogène.
Dosimetre neutron 

	GROUPE
	M2D

	REFERENCE COMTEAM
	M2D-07-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Etude d’un capteur de neutrons

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	LAAS

	PARTENAIRES
	Université Salonique

	DUREE ESTIMEE
	1 an

	DEBUT
	Octobre 2007

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	G Sarrabayrouse

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Ludovic Salvagnac, Thierry DoConto/David Colin

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	Autres personnels impliqués avec leur statut (ex: Jérôme Dubois (stagiaire DUT)

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
Le pocess réalisé avec succès. Les irradiations ont été menées à Salonique. Une sensibilité très intéressante a été obtenue avec des neutrons thermiques.



	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
CAPTEUR DE GAZ - RF
	GROUPE
	M2D

	REFERENCE COMTEAM
	M2D-08-07

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Réalisation d’une plateforme capteur de gaz intégrant un circuit RF de communication sans fil

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	

	PARTENAIRES
	CIRIMAT, LCC

	DUREE ESTIMEE
	3 an

	DEBUT
	Octobre 2007

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Philippe MENINI (MCF)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Hervé AUBERT (PR)

Emmanuel SCHEID (CR1)

Hamida HALLIL (doct1)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Véronique CONEDERA (IR)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :



	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
Etapes du Process sur wafer Si - 4’’ – 100 – poli2F – ép. 400µm 

1) membrane SiO2/SiNx ou Oxynitrure ou SiO2 faibles contraintes

2) Résistance chauffante en platine (Ti/Pt ou Ta/Pt)

3) Oxydation pleine plaque SiO2 PECVD

4) Planification par rodage si nécessaire (pour dépôts faible ép.)

5) Ouverture contact heater + dépôt Métal (heater + Ligne circuit RF)(évap par canon à e-. Ti/Pt ou Ta/Pt) (procédé lift-off), Le choix des métallisations se fera en respectant les compatibilités électroniques de type micro-ondes.

6) Gravure (ou lift-off) metal 

7) Passivation contacts : Dépôt SiO2 à basse température (PECVD).

8) Dépôt Couche sensible d’oxyde métallique ou nanofils fonctionnalisés ou nanotubes

9) Gravure profonde face arrière (RIE + DRIE sur plaques de 400µm)

10) Découpe / montage sur boitier TO5 10broches

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
· Planification par rodage physico-chimique pour dépôt de couches sensibles très fines (50nm) entre les lignes de métallisation.
· Contrôle du dépôt et Adhérence du matériau sensible sur le substrat (etude spécifique sur l’intégration de nouveaux materiaux)

· Croissance de Nanofils ou nanotubes ?

· Dépôt métallique HT : besoin d’une cible de Ta

· Dépôt de couches minces d’oxydes métalliques par pulvé en interne : ZnO TiO2 et WO3  (cible de W, Ti et Zn) dans le nouveau cluster. (Dépôts externes d’autres oxydes métalliques (CIRIMAT : en CVD, LCC : jet d’encre)) 
micro capteurs chimiques en phase liquide

	GROUPE
	M2D

	REFERENCE COMTEAM
	M2D-09-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Conception, développement et optimisation des filières technologiques "ChemFETs" et "Microélectrodes" pour la réalisation de microcapteurs chimiques en phase liquide

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Projet MICROMEDIA (HEMODIA)

Projet ITAV NUTRIPUCE

Projet "Microanalyses" (ELITECH)

Projet "Analyse de la peau" (Pierre Fabre)

En cours de demande : projet PRIIM (à partir de janvier 2008…)

	PARTENAIRES
	UPS Toulouse, Université Lyon I, UPC Barcelone

	DUREE ESTIMEE
	3 ans minimum

	DEBUT
	2002

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Jérome Launay (enseignant-chercheur)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Pierre Temple Boyer (chercheur)

Marie-Laure Pourciel-Gouzy (post-doctorant)

Ahmed Benyahia (doctorant)

Céline Christophe (doctorant)
Fadhila SEKLI (doctorant)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Laurent Bouscayrol (AI)
Thierry Doconto (T) – Ludovic Salvagnac (AI)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	William Sant (Ingénieur Hemodia hébergé)

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
Difficultés rencontrées et/ou commentaires :

- Perte d'un procédé de 10 plaquettes en raison d'une implantation défectueuse (réalisée par IBS…)

- Besoin de dépôt PVD de tungstène => attente de la disponibilité du cluster PVD en fin d’année.

Evolution dans les six prochains mois :

- Sérieux travail sur le dépôt nitrure (couche sensible de notre thématique).

- Lancement d’un nouveau process ChemFET après validation du dépôt nitrure (pb hydrophobe/hydrophile).

- Etude des dépôts PVD de métaux : or, platine, argent et surtout tungstène (gros travail en collaboration avec la zone de dépôt pour optimisation, dépôt nouveau au laboratoire).

- Réalisation de motifs d’une taille de 1 ou 2µm.

- Etude des procédés de microsoudure sur les différents dépôts métalliques (argent et tungstène).  

- Premiers process "Microélectrodes"…


	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
I - PROCESS MICROELECTRODES
CHOIX DU SUBSTRAT :

ETAPE 1: NETTOYAGE DE LA PLAQUETTE

ETAPE 2 : OXYDATION DE MASQUAGE (

ETAPE 3: PHOTOLITHOGRAPHIE DES MICROELECTRODES PLATINE 
ETAPE 4: METALLISATION TITANE/PLATINE 

ETAPE 5: photolithographie des microélectrodes argent 

ETAPE 6: METALLISATION CHROME/ARGENT 

ETAPE 7: PHOTOLITHOGRAPHIE DES MICROELECTRODES TUNGSTENE 
ETAPE 8: METALLISATION TITANE/TUNGSTENE 

ETAPE 9: PHOTOLITHOGRAPHIE DES MICROELECTRODES OR 
ETAPE 10 : METALLISATION TITANE/OR 
ETAPE 11: DEPOT D’OXYDE PECVD 

ETAPE 12: PHOTOLITHOGRAPHIE DES OUVERTURES MICROELECTRODES ET CONTACTS 

ETAPE 13: OUVERTURE RIE DES MICROELECTRODES ET DES CONTACTS

ETAPE 14: MONTAGE DES COMPOSANTS

II - PROCESS CHEMFET
CHOIX DU SUBSTRAT:

ETAPE 1: NETTOYAGE DE LA PLAQUETTE

ETAPE 2: OXYDATION DE MASQUAGE 
ETAPE 3: PHOTOGRAVURE DU CAISSON 
ETAPE 4: OXYDATION DE PRE-IMPLANTATION (40nm) (poxisfet.src)

ETAPE 5: IMPLANTATION DU CAISSON N

ETAPE 6: RECUIT DE REDISTRIBUTION DU BORE (Brdisfet.src)

ETAPE 7: PHOTOGRAVURE DE LA ZONE DE CONTACT N+ 
ETAPE 8: IMPLANTATION DE LA ZONE DE CONTACT N+

ETAPE 9 : REDISTRIBUTION 

ETAPE 10: PHOTOGRAVURE DES CAISSONS SOURCE-DRAIN P+ 
ETAPE 11: IMPLANTATION DES CAISSONS SOURCE-DRAIN P+

ETAPE 12: REDISTRIBUTION SOUS ATMOSPHÈRE OXYDANTE 
ETAPE 13 : PHOTOGRAVURE DE LA GRILLE 
ETAPE 14: NETTOYAGE RCA 

ETAPE 15: OXYD ATION DE GRILLE

ETAPE 16: DEPOT DE NITRURE Si3N4 par LPCVD 
ETAPE 17: PHOTOGRAVURE OUVERTURE DES CONTACTS 
ETAPE 18: METALLISATION TITANE/OR 

ETAPE 19: PHOTOGRAVURE DES METALLISATIONS

ETAPE 20 : RECUIT DES METALLISATIONS

ETAPE 21: REALISATION DES ZONES CHIMIQUEMENT SENSIBLES

ETAPE 22: MONTAGE DES COMPOSANTS

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
- Etude de dépôts PVD du tungstène.

- Etude des procédés de microsoudure sur les différents dépôts métalliques (argent et tungstène).  

plateformes chauffantes
	GROUPE
	M2D

	REFERENCE COMTEAM
	M2D-10-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Réalisation de plateformes chauffantes sur silicium adaptées à la réalisation de capteurs de gaz et à la caractérisation électrique de matériaux 

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	ACI énergies renouvelables

Projet LAAS Aproch CO2, ANR DECCO2

	PARTENAIRES
	L2MP– Ecole des mines St Etienne–LCC–CIRIMAT - JUSSIEU

	DUREE ESTIMEE
	30 mois

	DEBUT
	Septembre 2006

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Philippe Ménini (MCF)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Emmanuel Scheid (CR1)

Pamela Yoboue (doct2)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	SALVAGNAC (AI) – PINAUD (AI) –CONEDERA (IR)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
.
L’objectif de ce projet consiste à fabriquer des plateformes chauffantes sur silicium dite « standards » comportant des électrodes interdigitées permettant la mesure d’impédance de divers matériaux et une résistance chauffante « enterrée » de type métallique. L’intérêt est de réaliser ce type de support aussi bien pour les activités capteurs de gaz que pour des activités transverses de caractérisation électrique de matériaux élaborés par nos partenaires chimistes. 

Concernant les capteurs, des études d’optimisation de procédés ainsi que l’élaboration de nouveaux procédés permettra à terme de réaliser des plateformes mono et multi-capteurs stables, reproductibles et fonctionnant à hautes températures.

La finalisation des capteurs utilisera également les résultats du projet concernant l’intégration de matériaux par la technique Jet d’encre.



	Evolution dans les six prochains mois : 


	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
.

Membrane :dépôt de couche mince 
Résistance chauffante (métallisation par lift-off)

Passivation :(isolation électrique  Heater) couche d’arrêt
Ouverture contacts :Résistance chauffante
Electrodes couche sensible
micro cuve
Découpe et montage

Ce procédé à 5 niveaux de masques est applicable aussi bien pour des cellules mono capteur que pour des plateformes multicapteurs. Nous développerons donc une technologie utilisant un masque supplémentaire pour la résine BPR100. Autrement dit, il y aura 6 masques concernant les mono capteurs et 6 masques pour les multicapteurs.

Nous comptons au minimum, réaliser 4 runs de 4wafers pour les monocapteurs et 3 runs de 2 wafers pour les multicapteurs (soit au total 22 wafers traités)

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
Il est important de focaliser les prochains travaux sur 3 points importants : 1) la stabilité et la reproductibilité du dépôt métallique Ti/Pt ; 2) la mise au point d’un nouveau dépôt métallique permettant une meilleure stabilité à haute température (Molibdène, Ta/Pt, Tungstène/Pt,…) ; 3) la mise au point d’un moule de résine pour faciliter les dépôts pleine plaque (ou par microinjection) de matériaux non photosensibles et capable de supporter des traitements thermiques de l’ordre de 200°C (BPR100).

Pour ce faire, Pamela Yoboue travaille à 100% sur ces problématiques mais nécessitera le soutien de Véronique et de Ludovic pour la mise au point de ces nouveaux procédés.

De nouvelles voies technologiques pourront être explorées suivant l’avancement des travaux.
nanocristaux de silicium
	GROUPE
	M2D-PHOTO

	REFERENCE COMTEAM
	M2D-11-07

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Electroluminescence des nanocristaux de silicium

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	

	PARTENAIRES
	

	DUREE ESTIMEE
	1 an

	DEBUT
	Septembre 2007

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Eléna Bedel-Pereira (CR)


	CHERCHEURS IMPLIQUEES 

(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Olivier Gauthier-Lafaye (CR)

Sophie Bonnefont (CR)

Kostas Koukos (doctorant)

Gérard Sarrabayrouse (DR)

Emmanuel Scheid (CR)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Bernard Rousset (IR) – Laurent Bouscayrol (AI)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	1stagiaire

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
Luminescence obtenue sur des structures réalisées dans les anciens fours



	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
Recuits thermiques rapides et classiques 

~ 30 plaquettes -  dépôts du SiOx réalisés par E. Scheid (fiche dépôt LPCVD)
        1/ Calibration et étalonnage 

Il s’agit de retrouver les conditions de recuits rapides pour la formation des nanocristaux développées sur le four RTP de Christian Ganibal pour des plaquettes de 6 pouces.

        2/ Formation des nanocristaux 

Pour la formation des nanocristaux, il s’agit de soumettre les plaquettes de SiOx déposé par LPCVD dans un premier temps à des recuits rapides sous divers gaz et dans un second temps à des recuits lents sous divers gaz.

caractérisation  des nanocristaux par luminescence et TEM (CEMES)

Fabrication de structures électroluminescentes (1)

~ 50 échantillons

Il s’agira de réaliser des structures électroluminescentes ; le but étant d’améliorer les conditions de transport dans ces matériaux SiO2/Si, une étude sur l’injection en fonction de l’épaisseur de la couche active sera faite.

          1/ Réalisation de masques (2)

          2/ Photolithographie (MJB3)/utilisation des résines 
          3/ Gravure sèche (RIE)

          4/ Métallisation ITO, Al, Polysilicium

          5/ Attaque chimique oxyde (HF dilué) 
          6/ Analyses morphologiques par AFM, tencor, ellipsomètrie, MEB

Fabrication de structures électroluminescentes (2)

~ 10 échantillons

Il s’agit d’améliorer l’extraction de la lumière par nanostructuration de la surface par lithographie électronique 
VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
· La partie calibration et étalonnage du recuit rapide sera à préciser avec Bernard Rousset, Laurent Bouscayrol lors de la réception des nouveaux fours. Au début du projet, les recuits pourront être faits à l’extérieur en fonction du prix ou bien sur le four RTP de Christian Ganibal.
INTEGRATION DE MATERIAUX POUR CAPTEURS DE GAZ

	GROUPE
	M2D

	REFERENCE COMTEAM
	M2D-12-07

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Etude de différents procédés d’intégration de matériaux sensibles nanostructurés sur plateformes chauffantes pour la détection de gaz. 


	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	

	PARTENAIRES
	L2MP, LCC, CIRIMAT, EMSE, LCMC-Jussieu.

	DUREE ESTIMEE
	2 ans

	DEBUT
	septembre 2007

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Philippe MENINI (MCF)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Ludivine FADEL (MCF)

Pamela YOBOUE (Doct2)

Hamida HALLIL (Doct1) 

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Véronique CONEDERA (IR)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	Stagiaire Master si possible ayant des compétences en physico-chimie pour faire le lien entre le LAAS et les partenaires chimistes

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
L’étude a débuté au cours du projet ACI NELI visant à intégrer plusieurs types de couches sensibles sur un même substrat « Multicapteurs de gaz ». A ce jour, 4 types de matériaux sont succeptibles d’être déposé sur nos plateformes : des oxydes métalliques couche mince (WO3, ZnO, TiO2, … par pulvérisation cathodique (LAAS-L2MP), AB2O3 par CVD (CIRIMAT)),  des matériaux auto organisés type mésoporeux (par jet d’encre (LCMC) ou encore des oxydes métalliques couche épaisse (SnO2 nanoparticulaire (injecteur)(LCC), ou par sérigraphie (EMSE).

Aujourd’hui, les dépôts couches minces sont bien maîtrisés et compatibles avec notre technologie. Nous avons montré qu’un dépôt par sérigraphie (qui intéresse les industriels) reste difficile à faire sur nos plateformes mais serait possible à condition de les continuer à optimiser la compatibilité. Les travaux sont en cours.

Concernant les autres matériaux, nous souhaitons développer la technique du jet d’encre qui minimiserait les problèmes de désalignement, de nonreproductibilité inévitables avec les microinjecteurs piézo.

Enfin, nous sommes également intéressés par un développement parallèle de nouvelles techniques de croissance de matériaux nanostructurés (nanofils, nanotubes) sur des nouvelles structures plus adaptées avec notamment pour objectif de réaliser des capteurs RF à faible consommation.




	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
Pas de process prédéfini car étude de développement sur plateformes tests :

1) Silicium 400µm 

2) Couche SiO2 + SiNx (membrane)

3) Metallisations (Ti/Pt ou Ta/Pt ou Cr/Au ou Mo/TiW)

4) Etape optionnelle de resine BPR100 (microcuve) : preparation aux depots par microinjecteurs, sérigraphie et jet-d’encre

5) Dépôts de couches sensible

Seront associées des études d’adhérence, de mouillabilité, de recuits optimum, de reproductibilité de dépôts

Les résultats de ces études de développement seront directement appliqués aux projets « Plateformes chauffantes-capteursgaz » et « CapteursGaz-RF »

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
· Compatibilité matériaux – jet-d’encre

· Compatibilité plateforme – dépôt par sérigraphie 

· Contrôle des nanomatériaux

Microdispositifs organiques

	GROUPE
	M2D

	REFERENCE COMTEAM
	M2D-13-07

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Objectif principal du projet :

 Etude de la conduction électrique de matériaux composites/Interfaces matériaux organiques(étude électrique  et physique) pour l’élaboration de capteurs souples, circuits organiques flexibles transparents

Mise au point de procédés pour l’élaboration de micro-dispositifs à base de technologies alternatives

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	LAAS(prospectif)

	PARTENAIRES
	CIRIMAT

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	Février 2007

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	F.OLIVIE professeur IUT Paul Sabatier

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Alain LAMURE(CIRIMAT Professeur)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	V.CONEDARA, N.FABRE

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	Jaime PUIG-PEY GONZALEZ(Doctorant CIRIMAT)

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) : 
2 Stages de licence professionnelle ont été menés sur l’étude de SU8 Chargée en Nanotubes de carbone et aussi sur la physique de l’interface SU8/SU8(février-juin 2007)


	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
Procédés technologiques très évolutifs qui mettront en œuvre des étapes de

Photolithographie SU8

Laminage

Métallisation

Gravure plasma

Croissances dans les fours

Electrochimie

Chimie

Et assemblage

Ces procédés seront utilisés lors des stages de licence professionnelle

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
Etude de la compatibilité des matériaux entre eux, de la compatibilité des diverses technologies alternatives (inkjet, softlitho, nano-imprint, sérigraphie, etc…)
jonctions ultra minces
	GROUPE
	M2D

	REFERENCE COMTEAM
	M2D-14-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Caractérisation électrique de jonctions ultraminces

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Europe IP/Pull NANO , STREP/ATOMIC

Contrats nationaux : Nano 2008 (ST)

	PARTENAIRES
	ST microelectronics, Mattson Thermal Products

	DUREE ESTIMEE
	1 an

	DEBUT
	Septembre 2007

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Fuccio Cristiano (CR)

Eléna Bedel-Pereira (CR)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 

(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Mathieu Gavelle (Doctorant)

Fabrice Severac (Doctorant)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Rousset  (IR) – Bouscayrol (AI)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	BOUCHER Jonathan

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
Le projet revêtait trois parties :

–Diffusion des dopants dans les jonctions ultra-minces 

– Formation et caractérisations de jonctions SiGe à partir d’échantillons Ge :B/Si préalablement épitaxiés 

· se poursuit pour compléter les résultats actuels de Mathieu Gavelle puis va diminuer à partir de décembre 2007 car fin de thèse de Mathieu. 
– Caractérisations électriques de jonctions ultra-minces 
· Fabrication de masques nécessaires à la caractérisation ; un premier masque à deux niveaux pour la caractérisation électrique (Effet Hall, I(V),…) et un second à trois niveaux pour déterminer la géométrie optimale des diodes nécessaires à la mesures des courants de fuite, seront intégrées au masque général.

· Fabrication des composants pour mesures Effet Hall, I(V), C(V) -Fabrice Séverac-, courant de fuite -stagiaire MASTER PRO H. Videlier-

· Nanogravure de silicium dopé p pour caractérisations électriques en profondeur (non prévu sur fiche) -stagiaire N. Alkasser- : 

· Oxydation anodique 

·  Attaque chimique oxyde (HF dilué)

· Analyses morphologiques par ellipsomètre et par AFM 

Pas de retard particulier sur le projet.


	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
Caractérisations électriques de jonctions ultra-minces

Suite 2006-2007 sur Si puis développement sur SiGe et Ge
        1/ Structures de caractérisation (motifs TLM/Van der Pauw/diodes)(~200 échantillons) 

        2/ Montage sur embase

· Pour caractérisation électrique GES Montpellier

· Pour caractérisation DLTS LAAS

        3/ Nanogravure de silicium dopé p pour caractérisations électriques en profondeur (non prévu sur fiche) 

Cette partie sera conduite par Eléna Bedel (en cours de recherche de solutions alternatives)
– Formation et caractérisations de jonctions SiGe à partir d’échantillons Ge :B/Si préalablement épitaxiés 

~ 60 échantillons
          1/ Dépôt d’oxyde « froid » PECVD

          2/ Recuits thermiques sur échantillons épitaxiés à ST Microelectronics : 

          3/ Attaque chimique oxyde (HF dilué)  

          3/ Retrait chimique de la couche de Ge après recuit

          4/ Analyses morphologiques par AFM, MEB, tencor, ellipsomètrie et caractérisations électriques 

Ces analyses seront prises en charges par Eléna Bedel si systématques.
– Diffusion des dopants dans les jonctions ultra-minces 

          1/ Implantations de B+ dans structures SixGey et Ge
          2/ Pré amorphisation : Implantations de Ge dans structures diverses

          3/ Recuits thermiques 

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
· La dernière partie est à préciser avec Bernard Rousset, Laurent Bouscayrol, Jean Christophe Marrot, … car dépend des implantations et des recuits d’activation que l’on peut envisager au laboratoire. 

· Nanogravure de silicium dopé p pour caractérisations électriques en profondeur à approfondir  avec Monique Dilhan
MIS

Microactionneur tout polymere

	GROUPE
	MIS

	REFERENCE COMTEAM
	MIS-01-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Le projet s’inscrit dans une étude long terme sur la mise au point d’une filière tout polymère de réalisation de MEMS en particulier pour l’optique active. Il se divise en deux actions :

A) le micro-usinage de surface tout polymère

B) l’actionnement par compression de polymère électroactifs. 

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	

	PARTENAIRES
	LAM

	DUREE ESTIMEE
	5 ans

	DEBUT
	2005

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	H. CAMON (CR)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	S. SOULIMANE (Doctorant)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	V. CONEDERA (IR)

N. FABRE (IR)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
Pour le projet A, les efforts jusqu’à ce jour on permit :

·  La mise au point d’un procédé de micro-usinage de surface à deux couches structurales suivant trois procédés 1=(SU8/Sol-Gel)2, 2=(SU8/SU8)2, 3=(SU8/SiO2/SolGel/SU8)

· de réaliser les premièrs échantillons comprenant non seulement l’actionneur mais également la couche miroir supérieure dans le même procédé

Pour le projet B, un premier procédé de lithographie du PDMS a été mis au point.



	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
Projet a :

Réalisation d’électrodes métalliques sur substrat (photolithographie, dépôt métallique Ti/Au)

Dépôts première couche sacrificielle (Photolithographie, dépôts SiO2 épais)

Réalisation pemière couche structurale (2 Photolithographies, dépôt et traitement SU8, dépôts couche métallique pour la compensation des contraintes et réalisations des électrodes de commende)

Réalisation deuxième couche sacrificielle (photolithographie, dépôts sol-gel, polissage)

Réalisation deuxième couche structurale (dépôt métal, photolithographie pour le détourage des zones) 

Projet B :

Réalisation des électrodes basses de commande (dépôt métallique Au ou Al, photolithographie, gravure du métal)

Dépôts du polymère électroactif (photolithographie)

Réalisations de l’électrode haute de commande (dépôt métallique et photolithographie)

Variante : 

Introduction d’une couche sacrificielle (résine classique) lithographiée avant le dépôt du polymère électroactif

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
Pour le projet A)

L’effort portera sur le remplacement du matériau de la couche miroir par un matériau plus rigide pour améliorer les fréquences d’actionnement.

Etude des paramètres de polissage des polymères et des additifs (surfactant).

Pour le projet B)

L’effort portera sur l’amélioration du procédé actuel et la réalisation de prototype par la voie bi couche.

magimics
	GROUPE
	mis

	REFERENCE COMTEAM
	mis-02-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Projet LAAS

	PARTENAIRES
	

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	2006

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Anne Marie Gue (DR)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Jan Sudor (CEA)
Ali Boukabache (MCF)
Corine Alonso (MCF)
Christophe Escriba (MCF)

Remi Fulcran (Doctorant)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Véronique Conédéra (IR) ; Monique Dilhan (IR)
David Bourrier (AI)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	Autres personnels impliqués avec leur statut (ex: Jérôme Dubois (stagiaire DUT)

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :



	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
Fabrication de réseaux microfluidiques tout SU8 sur PET/Si.

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
Réalisation de bobines
Dépôts  de Cu sur SiO2

Dépots Cu sur PET
micro actionneurs thermiques pour la microfluidique
	GROUPE
	mis

	REFERENCE COMTEAM
	mis-03-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Réalisation d’actionneurs thermiques pour polymères actifs et pour éjecteurs

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	

	PARTENAIRES
	IMFT

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	2006

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Anne Marie Gue (DR)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Thierry Camps (MCF)

Zhou Hongwei (Doctorant)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Véronique Conédéra (IR)-Dubreuil (IE)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	Autres personnels impliqués avec leur statut (ex: Jérôme Dubois (stagiaire DUT)

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
Caractérisation du dernier run en cours. A priori un run supplémentaire éventuellement. Grosses difficultés d’ouverture des buses (pb oxyde ou process SU-8 ?).


	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
Réalisation d’une membrane SiO2/SiNx 2µm

Dépôt et dopage polySi

Métal Al pour contacts

Ouverture membrane

Buse SU8 40µm

Libération membrane

Assemblage

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
Ouverture des trous de buses
laboratoire sur puce
	GROUPE
	mis

	REFERENCE COMTEAM
	mis-04-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Réalisation de fonctionnalités diverses sur une seule puce

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Projets Pnano

	PARTENAIRES
	LETI

Institut Curie

LPICM

ESPCI

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	2005

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Anne Marie Gue (DR)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Jan Sudor (CEA)

Ali Boukabache (MCF)

Aurelien Bancaud (CR)

Pierre Joseph (CR)

E. Colle (Post-doc)

G. Paumier (Doctorant)

R. Fulcran (Doctorant)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Véronique Conédéra (IR)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	Samuel Charlot (IE) TEAM

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
Pas de problème particulier



	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
Réalisation d’un élément chauffant :

Dépôt polySi

Dopage et redistribution

Dépôt oxyde PECVD

Réalisation de canalisation en SU8 ou par moulage PDMS sur SU8

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
PDMS Photosensible
micro système d analyse par capteur a empreinte
	GROUPE
	mis

	REFERENCE COMTEAM
	mis-05-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Validation des propriétés de la couche sensible sur le capteur à empreinte

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	ACI + bourse DGA

	PARTENAIRES
	IMRCP

	DUREE ESTIMEE
	5 ans

	DEBUT
	2003

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Anne Marie Gue (DR)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Daniel Estève (DR)

Elisabeth Laurent (Doctorant)

Stagiaire à partir de Février 2008

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	David Bourrier (AI)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
Progression normale. Eventuellement un run supplémentaire.



	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
Membrane SiO2/SiNx 2µm

PolySi

Dopage POCl4

Métal

Oxyde de protection PECVD

Réservoir SU8

Ouverture membrane

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
Technologie standard.
micropyrosystemes
	GROUPE
	mis

	REFERENCE COMTEAM
	mis-06-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Fabrication de micropyrosystèmes : micro amorces sécurisées intégrées sur silicium et d’un micro actionneur pyrotechnique intégré dans une micro canalisation fluidique.

Développement & intégration de matériaux énergétiques nano structurés

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	ANR et DGA

	PARTENAIRES
	IMRCP

LCC

CIRIMAT

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	2005

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Carole Rossi (CR)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	H. Pezous (doctorante -> oct 09)

Gustavo Ardila (doctorant -> oct 07)

K. Zhang (post-doc -> mai 08)
Marine Pétrantoni ((doctorante -> oct 10)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Véronique Conédéra (IR)

Salvagnac (AI)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	Samuel Suhard (Post-doc LCC dans le cadre de l’ANR)

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
Tout va bien ! Pas de difficulté process particulière. 



	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
Process nanomatériaux énergétiques (K. Zhang et M. Petrantoni)

- dépôt de Cr 


- dépôt de SiO2 PECVD 


- Gravure RIE ou Buffer HF du SiO2


- dépôt de Cu évaporation + croissance électrolytique 


- recuit thermique sous air


- Evaporation ou pulvérisation cathodique de Al 

1 jeu de masque pour l’année 2008 avec 3 niveaux de masques.

~5 plaques par an

Process MicroDSMF (H. Pezous)
Oxydation thermique :
Dépôt LPCVD de SiNx : 
Dépôt et dopage du polysilicium : 

Gravure RIE  
Buffer HF.

Dépôt de SiO2  

Buffer HF.

Dépôt titane/cuivre : Ti 

Résine épaisse pour recharge électrolythique

Dépôt électrolytique.

H2O2+HCl pour graver le Cu et Buffer HF pour graver le Ti.

Dépôt d’aluminium  en lift-off.

Gravure RIE des couches de polysilicium, SiNx et SiO2 en face arrière.

Gravure DRIE du silicium : résine épaisse (10µm) + DRIE silicium sur 400µm

Process PYRACT (G. Ardila)
Nettoyage 

Croissance d’oxyde thermique 

Dépôt LPCVD du SiNx et polysilicium 

Gravure  RIE polysilicium 

Implantation de As 
Dépôt PECVD du SiO2 de protection pour la diffusion

Diffusion à l’Arsenic 

Gravure RIE de couche SiNx sur certaines régions 

Métallisation pour des pistes et contactes Au /Cr 

Gravure RIE face arrière des couches minces (polysilicium/SiNx/SiO2)

Dépôt du PDMS sensible au rayons UV, polymérisation et révélation

Gravure DRIE face arrière du Si pour libérer la membrane diélectrique

Dépôt du matériau énergétique par jet d’encre
Lamination d’une membrane PDMS réticulé partialement, réticulation finale en température 

Ce projet est en phase terminale (dernière année). Des substrats sont déjà préparés, donc seules les étapes à partir de 8 seront réalisées sur 2 substrats. L’étape clé à mettre au point est le dépôt du matériau énergétique par jet d’encre. 

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
 - Développement de nano matériaux énergétiques CuO/ Al nanostructurés : tout le process sera imaginé dans le cadre de la thèse de Marine Pétantroni

 - Intégration des matériaux du LCC (Organo metallique sous forme de poudre) dans un process microsystème et plus particulièrement sur une membrane fine. 
microreacteurs chimiques
	GROUPE
	mis

	REFERENCE COMTEAM
	mis-07-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	1 - Développement de microréacteurs de type mélangeurs (diphasiques ou chaotiques), échangeurs, pour le génie des procédés, en technologie verre/silicium ou PDMS

2 - Développement de microréacteurs pour l’intensification des procédés pour la fabrication d’anticancéreux

3 - Développement d’un microréacteur adapté à la transestérification d’huile végétale - Applications: biosolvant, biocarburant, biodétergent.

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	1 - Convention collaboration LAAS/LGC

2 - Projet INPAC (DGE) + Projet Région

3 - Projet Région

	PARTENAIRES
	1 - LGC

2 - LGC/Pierre Fabre/Boostec 

3 – LCA/LGC/Sté Cognis/Sté Dimex


	DUREE ESTIMEE
	1 - Activité récurrente de la collaboration

2 - 3 ans et 2ans respectivement

3 - 2 ans

	DEBUT
	1- 2003

2- 2007 et sept.2006 respectivement

3- 2008

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Josiane Tasselli (CR)

	CHERCHEURS IMPLIQUES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Antoine Marty (DR)



	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Pascal Dubreuil (IE)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
Ce projet est la continuité des actions menées avec le LGC depuis 2003 autour de la réalisation de microréacteurs pour le génie des procédés.

Nous développons des réacteurs sur la base de deux filières : verre/silicium ou tout PDMS à partir de moules Su8. Nous fournissons des réacteurs au fil des demandes, en réalisant les masques de photogravure quand cela est nécessaire.

Cette collaboration donne lieu à des projets ANR, Région ou autre, terminés (voir ancienne fiche) ou débutant  (projets 2 et 3)




	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
1) Quels que soient les projets qui concernent la filière silicium, la technologie est la même pour ce qui est de la réalisation des réacteurs : gravure par DRIE de canalisations de différentes géométries (traversantes ou pas), et fermeture des canaux par soudure verre/silicium.

2) Pour une des  applications du LGC il est nécessaire de faire un tri-couche verre/silicium/verre. 

3) Une autre application du LGC a nécessité le développement d’un procédé de réalisation de canaux de différentes profondeurs sur une même plaque, ce qui donne lieu à des difficultés de masquage les profondeurs des  canaux variant entre 10µm et 100µm.

J’ai développé, à partir d’une publi, un process qui permet ces multigravures  à partir d’une combinaison de masquage oxyde, nitrure et chrome : process viable, mais trop lourd en terme d’étapes.

P.F. Calmon et P. Dubreuil ont développé un process avec une seule résine et une seule gravure: les résultats sont encourageants.

4) A cela pourra venir se rajouter l’intégration de capteurs ou d’actionneurs thermiques, développés par Thierry Camps (voir nouvelle fiche Comteam)

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
· Mettre au point le perçage des plaques de Pyrex7740 par ultra-sons : fiabilité et reproductibilité sur 4 pouces

· Fiabiliser le process P.F.C et P.D pour la résine de masquage épaisseur variable en vue des gravures multi profondeurs

· Optimiser la technique de collage des wafers sur substrat Si lors de gravures traversantes ou très profondes : le collage à la Fomblin n’est pas optimal.
ISOLANT ORGANIQUE
	GROUPE 
	MIS/M2D

	REFERENCE COMTEAM
	MIS-08-07

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Caractérisation électrique d’isolant organique

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	LAAS/CIRIMAT

	PARTENAIRES
	CIRIMAT

	DUREE ESTIMEE
	6 mois

	DEBUT
	01/10/2007

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Sarrabayrouse (DR), H. Camon (CR)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Bouscayrol (AI) – Doucet (AI)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	Laia SERRA (Eramus CIRIMAT)

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :


	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
	Action
	Nombre de plaquette
	Découpe
	

	A
	Réalisation de capacités pour l’étude des caractéristiques électriques
	OUI 2 X 1 cm
	

	
	
	
	


VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
Pas de verrou
MICROPACC
	GROUPE
	MIS

	REFERENCE COMTEAM
	MIS-09-07

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Développement de nanomatériaux pour l’assemblage de microsystèmes intégrés afin de concurrencer les techniques actuelles (dépôt de billes préformées, croissance par électrolyse)

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Projet Région

	PARTENAIRES
	CIRIMAT

Sté NOVATEC (Montauban), plateforme MICROPACC de Montauban

	DUREE ESTIMEE
	3 ans (thèse)

	DEBUT
	Septembre 2006

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Jean-Yves Fourniols (PR)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Josiane Tasselli (CR)

Nourchene Jemai (Doctorante)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Samuel Charlot (S.C)

Davis Colin (D.C)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
Si le projet est déjà en cours bilan rapide des actions menées et de la position du projet.



	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
L’idée que l’on va explorer dans ces travaux de recherche conduits en relation avec la société NOVATEC et le laboratoire CIRIMAT, est celle de la création directe, par sérigraphie de pâte à braser,  de la bille intermédiaire sur la puce pour n’avoir qu’à réaliser une soudure unique lors du procédé d’assemblage terminal. Cette idée est aussi compatible avec la réalisation de contacts encore plus petits et de matrices encore plus denses.

Le projet que nous proposons passe donc par l’étude et la mise au point de nouveaux matériaux ou nano-matériaux permettant d’obtenir de nouvelles pâtes à braser pouvant être déposées par sérigraphie, avec pour objectif l'obtention de billes de petites dimensions, permettant de se placer entre les techniques de dépôts de billes préformées et celles réalisées par croissance.

Description des étapes technologiques :


[image: image2.emf]Étape 1: préparation du substrat avec des plots

Étape 2: Alignement du masque àsérigraphier.

Étape 3: Remplissage de pâte àbraser.

Étape 4: Chauffage et démoulage àchaud 


L’étape 1 consiste en la préparation du substrat qui contient les pistes d’accueil des bille sérigraphiées. Des essais seront  faits dans un premier temps sur des substrats d’alumine, puis sur des wafers de silicium. Dans ce dernier cas il est nécessaire de déposer du TiAu par lift-off (photolithographie + métallisation)

Avancement des travaux :
Les masques de sérigraphie ont été achetés (Kapton de chez Dupont), usinés par laser à l’extérieur, chez Alphanov.

Les pâtes à braser , sans plomb, de type SnAgCu, ont été achetées chez Indium et données par Umicore.

Les premiers essais de sérigraphie vont être faits sur le prototype de machine de sérigraphie appartenant à MIS et sur lequel travaille Samuel Charlot, après adaptation d’un chuck chauffant si possible.

Par la suite, dès réception, nous travaillerons sur la machine de sérigraphie de DEK.

Ces travaux nécessiteront le soutien du personnel TEAM compétent en assemblage : David Colin pour les pâtes à braser, Samuel Charlot pour tout ce qui est sérigraphie. 

D’où le fait que nous souhaiterions que Samuel Charlot soit le correspondant TEAM de ce projet.

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
Les verrous technologiques déjà identifiés par les partenaires sont :

• la réutilisation du masque de sérigraphie qui n'est pas évidente car des résidus de pâte à braser apparaissent dans les ouvertures ce qui impose un nettoyage du masque avec les équipements adéquats, ce qui augmente le coût et est incompatible avec un procédé de fabrication industrielle,

• la limitation sur les dimensions des billes de contact réalisées.

C’est ce que l’on va chercher à résoudre, plusieurs solutions sont envisagées :

• améliorer par la présence de nano matériaux la constitution de la pâte à braser pour réduire les dépôts sur le masque tout en conservant les propriétés minimales nécessaires à la fonction,

• minimiser l’adhérence sur le masque en travaillant et sur le process (température, atmosphère contrôlée) et sur le masque (revêtement avec nano particules, caractéristiques mécaniques du masque
MicrosYSTEME d’énergie AUTONOME: Récup+stockage
	GROUPE
	MIS - ISGE

	REFERENCE COMTEAM
	MIS-10-07

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Réalisation d’un microsystème d’énergie autonome comprenant un module de récupération des vibrations et un supercondensateur 

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	FRAE projet AUTOSENS

	PARTENAIRES
	CIRIMAT : Patrice Simon

AIRBUS

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	Octobre 2007 

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Carole Rossi



	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Magali Brunet (CR)

Hugo Durou (Doctorant)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Norbert Fabre (IR)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :



	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
Le schéma de principe du module « récupération de l’énergie + stockage » est le suivant : 


[image: image3]
Le procédé global n’est pas encore déterminé. Au total, on peut cependant dénombrer 6 niveaux (donc 6 masques) : 

· Contact inférieur (collecteur de courant Alu)

· Couche piézo : Le matériau piézo sera très certainement collé car les épaisseurs nécessaires calculées à partir des premiers dimensionnements sont ~100µm. Peut-être que, des tests avec matériaux piézo déposés par pulvérisation seront réalisés après acquisition du cluster. A confirmer au cours du projet. 
· Isolation + ouverture contacts

· Contact supérieur en Alu

· Masse : la masse sera collée. 

· Gravure DRIE face arrière pour libération membrane

Les travaux concerneront des étapes spécifiques pour valider les concepts. 

Les deux parties (la partie récupération et la partie stockage) seront dans un premier temps étudiées séparément. 

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
1) Supercondensateurs : 

A – Dépôt de la matière active (charbon actif + électrolyte) sur collecteur de courant (Alu). Les solutions seront fournies par le Cirimat. 

Deux voies sont envisagées selon les épaisseurs définies par le cahier des charges (à définir) : 

- Dépôt par sérigraphie

- Dépôt par jet d’encre

B – Dépôt du séparateur : 


Matériau et process à déterminer (technologies sol-gel, xérogel, aérogel). 

C – Imprégnation de l’ensemble matière active + séparateur

2) Générateur :

RAS 
3)  L’ensemble :

L’enjeu technologique se situe dans le choix des matériaux et surtout d’une technologie d’intégration qui permettra d’aboutir à un démonstrateur crédible et diffusable pour la pénétration du marché escomptée. 

3D-cell

	GROUPE             
	MIS

	REFERENCE COMTEAM
	MIS-12-07

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Réalisation de micro-miroirs en V-groove dans dans du silicium pour la stéréovision en biologie cellulaire

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Projet débuté pendant l’été avec le stagiaire Jules Girard, article en préparation, mais pas de financement

	PARTENAIRES
	Académiques uniquement LBME (biologie à toulouse)

	DUREE ESTIMEE
	2 ans

	DEBUT
	Septembre 2007

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Aurélien BANCAUD (CR2)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 

(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Doctorant (Adel Bettayeb)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Monique Dilhan (correspondance déjà initiée)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :



	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
Nous proposons deux niveaux de réalisation, un premier a déjà été validé avec un dispo fait par Monique Dilhan, et l’autre s’appuyant sur des compétences acquises avec la RTB « Tomopinces ».

Process déjà validé à 5 étapes :

- Nitruration du Silicium (pour protéger lors d’une étape de gravure KOH).

- Photolithographie avec une résine 2.7 µm d’épaisseur positive. 

- Attaque par plasma de la couche de nitrure

- Réalisation par gravure anisotrope du Silicium (KOH) de sillons en V 

- Métallisation envisagée avec de l’aluminium durci (dépôt Si02) 

Evolutions envisagées : capotage des sillons avec des supports d’optique (verre amorphe ou pyrex d’épaisseur 150 µm) nécessitant la mise en place d’un assemblage verre-verre des structures / ou un assemblage médié par du PDMS. Il faut aussi envisager des connexions fluidiques, i.e. nécessitant un perçage face arrière, et des voies d’accès au sillon en V réalisées en RIE profonde (comme fait dans le projet RTB Tomopinces).

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
Fiabiliser des stratégies de bonding verre/verre

Mettre au point le perçage des plaques de Pyrex7740 par ultra-sons : fiabilité et reproductibilité sur 4 pouces

REPLICHIP

	GROUPE             
	MIS

	REFERENCE COMTEAM
	MIS-12-07

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Réalisation de micro/nanocanaux fluidiques pour l’étude de la réplication cellulaire

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	CNRS interface physique-biologie « soutien à la prise de risque » (projet jeune chercheur)

	PARTENAIRES
	Académiques uniquement (IBPS, IGH)

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	Septembre 2007

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Aurélien BANCAUD (CR2)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 

(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Stagiaire à recruter en master pour la première année et financement de thèse ensuite

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Correspondant TEAM principal

Adjoints au correspondant TEAM

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :



	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
Réalisation de structures hybrides en dimensions gravées dans du verre ou imprimées sur du PDMS en combinant lithographie optique et électronique. La gravure du verre sera effectuée sur des profondeurs de 80 à 100 nm, et la largeur des canaux sera de 80 nm dans les nanocanaux. Leur longueur sera de ~100 microns pour commencer et éventuellement étendue à 500 µm. 

Ces canaux seront assemblés via un bonding Verre-Verre avec une lamelle de microscope (200 µm d’épaisseur) pour rendre le dispositif fonctionnel en microscopie de fluorescence classique. Dans le cadre d’une filière PDMS, l’assemblage PDMS/PDMS est plus facile (plasma 02), mais on s’attend à des problèmes par la suite liés à la moins bonne maîtrise de l’état de surface PDMS par rapport au verre.

Une étape de perçage en face arrière sera réalisée pour avoir des via d’entrée/sortie fluidiques.

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
Réalisation de protocoles mix and match pour des micro-nanocanaux en verre

Fiabiliser des stratégies de bonding verre/verre

Mettre au point le perçage des plaques de Pyrex7740 par ultra-sons : fiabilité et reproductibilité sur 4 pouces

Plateformes multicapteurs :

instrumentation microfluidique
	GROUPE
	mis

	REFERENCE COMTEAM
	mis-13-07

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	1-Micro capteurs et micro actionneurs thermiques

2-Micro capteurs mécaniques (pression, mouvement,…)

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	1-Convention collaboration LAAS/LGC

2-Projet inter région Aquitaine / Midi Pyrénées

3- Projet région   "Impact" 

Perspectives 2007-2008 : 

1- LACROIX pour la réalisation de matrices thermiques

2- Intrumentation des matériaux composites avec le CESR, Institut des Matériaux Industriels - Conseil national de recherches du Canada, LGMT-IGM
Demande de projet LAAS avec Ph.Ménini sur la "réalisation de nouvelles micro-sources thermiques" 

	PARTENAIRES
	LGC

IRC, CPMOH, LOF-RHODIA, Lab. Pierre FABRE


	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	Second semestre 2007

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Thierry CAMPS (MCF)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Antoine MARTY (DR) 

Josiane TASSELLI (CR)

Philippe MENINI (MCF)

Bertrand MARTY (Doctorant)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Bernard ROUSSET (IR) Ludovic SALVAGNAC (AI)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	demande de 2 stagiaires M2 (expérience Salle blanche)

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
Ce projet est déjà en cours, mais devrait déboucher sur un plus large spectre d'applications, et fera également l'objet d'un projet LAAS (que j'estime très ambitieux et Transversal)



	NATURE DES TRAVAUX 


Après avoir réalisé avec succés plusieurs réalisation à adressage Matriciel sur wafer silicium, pour des considérations thermiques, il nous transposé ces dispositifs sur substrat de verre, en révisant à la baisse le bilan thermique. 

L'autre objectif, plus ambitieux et prospectif, consiste à proposé la mise en place au LAAS, d'une nouvelle filière MEMS avec une approche quasi planar (pas de libération DRIE ou KOH finale!). Cette filière reposera sur des éléments Polysilicium suspendus et l'élimination sélective d'une couche sacrificielle (le Ge par exemple). Ce travail, fera cette année l'objet d'une demande de projet LAAS et peut être l'an prochain ANR.

DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
Après une oxydation d'un substrat de Silicium, le dépôt de la couche sacrificielle (~1 à 2µm) et sa délimitation par attaque aqueuse ou RIE. Puis dépôt LPCVD de Polysilicium (1 à 2µm pour les réalisations µsystème suspendues), les dopages P (implantation bore) et N (implantation ou diffusion Phosphore) doivent être localisés (résine ou oxyde de masquage). Un dépôt PEVCD de passivation (SiO2 ou Si3N4), ouverture des zones de contact et fenêtre de libération. Après la photogravure des motifs métalliques (Al, ou Ti/AU, attaque des motifs de bossage (couche sacrificielle) pour permettre la libération des structures polysilicium mobiles suspendues (poutres, chevrons, ponts, membranes,…). (cf fichier : présentation du process simplifié.ppt) 

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
Identification d'une couche sacrificielle (matériaux, épaisseur critique,…), facile à délimitée et résistante à l'ensemble des étapes thermiques du process (1000°C, 1h). Elle doit également s'attaquer sélectivement par rapport au SiO2, PolySi et surtout la métallisation Aluminium en fin de process 

Le candidat partiellement testé à l'AIME est le Germanium, qui mérite d'être testé au LAAS. 
Etude des contraintes résiduelles dans la couche de Polysilicium après libération et l'influence du dépôt métallique sur cette même couche de PolySi libérée.

Caractérisation de la diffusion dans le polysilicium des atomes dopants (B & Ph), maîtrise des cotes (diffusion accéléré => diffusion latérale difficile à prédire et maitriser) et mesure des caractéristiques électriques (RSH⁪ (NA ou ND)

NBS

biodetection optique
	GROUPE
	NBS

	REFERENCE COMTEAM
	NBS-01-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Détection optique d’interactions biomoléculaires

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	ITAV, EUROTRANSBIO, Fondation INNABIOSANTE, CNRS

	PARTENAIRES
	INNOPSYS, PTF BIOPUCES, LISBP, CCP Pierre Fabre, INSTITUT CLAUDIUS REGAUD, GENOMIKA, IMRCP

	DUREE ESTIMEE
	4 ans

	DEBUT
	Septembre 2005

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Christophe Vieu

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Jean Christophe Cau (doctorant)

Hélène Lalo (doctorante)

Jean Pierre Peyrade (permanent ext (insa))

Christel Martin-Cerclier (post doc)

Childerick Severac (post doc)

Emmanuelle Trévisiol (permanent ext (genopole))

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Franck Carcenac (IR)

Jean-Baptiste Doucet (AI)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
Le projet a passé les premières étapes et validé le principe de détection. Au niveau technologique une machine automatisée de Micro-Contact Printing fait cruellement défaut ce qui oblige à réaliser tous les prints à la main. De telles machines existent dans le commerce. 


	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
  - Micro contact printing de réseaux nano et micrométriques 

  - timbre en PDMS de ces réseaux

  - lithographie électronique (pour moules nano) et photolithographie (pour moule micro) 

  - utilisation PMMA,  AZ 1529, 4562, 5214, résine négative : maN2403, SU

  - métallisation (pour lift off si besoin)

  - gravure sèche

  - plasma (pour timbre, wafer, substrats…)

  - découpe (wafer, plaque de verre (macro timbre) …) 

  - dépôt aluminium par évaporation

  - anodisation   

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
La fiabilité du procédé qui devra passer par un outil automatisé de print
nano biodetection electrique
	GROUPE
	NBS

	REFERENCE COMTEAM
	NBS-02-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Détection optique d’interactions biomoléculaires

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Région, CNRS

	PARTENAIRES
	PTF Biopuces, Institut Claudius Regaud

	DUREE ESTIMEE
	5 ans

	DEBUT
	Septembre 2004

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Christophe Vieu (Professeur)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Adrian Martinez (Doctorant)

Childerick Séverac

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Franck Carcenac (IR)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
L’intégration de nanoélectrodes avec des circuits fluidiques sur wafer est mise au point. Le projet va se développer en stabilisant cette techno pour réaliser des dispositifs de mesure.


	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
Fabrication de nanoélectrodes par lithographie électronique

Moulage de canaux de PDMS sur SU8

Assemblage du PDMS sur le substrat de silicium

Soudure des composants.

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
Intégration du système complet, étanchéité du PDMS 
PROCEDES SOUPLES POUR LES BIONANOTECHNOLOGIES
	GROUPE
	NBS

	REFERENCE COMTEAM
	NBS-03-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Lithographie douce, auto assemblage et bioprocédés innovants

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	IP PCRD 6 NAPA, ITAV, projets ANR, projet Pierre Fabre (CRP – centre de recherche sur la peau)

	PARTENAIRES
	LCC, LPCNO, IPBS, CEMES, CRP-IRPF, Institut Curie, LTM

	DUREE ESTIMEE
	5 ans

	DEBUT
	Septembre 2004

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Christophe Vieu (Pr)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Mike Genevieve (doctorant)
Christophe Thibault (doctorant)
Jerome Chalmeau (doctorant)

Childérick Séverac (Post-Doc/CDD)

Emmanuelle Trévisiol (CR)
Etienne Dague (Chercheur)

Aline Cerf (doctorant)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Franck Carcenac (IR), Emmanuelle Daran (IR), Jean-Baptiste Doucet (AI)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
Le développement de la technologie a passé les premières étapes et validé le principe d’assemblage dirigé. Au niveau technologique une machine automatisée de Micro-Contact Printing fait cruellement défaut ce qui oblige à réaliser tous les prints à la main. De telles machines existent dans le commerce. La technologie a ouvert de nouvelles perspectives qui se traduisent par tous les projets liés à cette fiche technologique



	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
  - réalisation de moules pour microcontact printing (motifs micro- et nanométriques)

  - traitement de surface du PDMS

- Fonctionalisation de surfaces de verre, de silicium et de PDMS par des silanes

Moyens nécessaires :

  - lithographie optique et électronique

  - PMMA,  AZ 1529, 4562, 5214, résine négative : maN2403, SU8

  - métallisation 

  - gravure sèche

  - plasma

- Production de surfaces nanostructurées par des motifs topographiques et chimiques

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
La fiabilité du procédé qui devra passer par un outil automatisé de print
nanotubes
	GROUPE
	NBS

	REFERENCE COMTEAM
	NBS-04-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Croissance localisée et dépôt localisé de nanotubes

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Projet INTEL

	PARTENAIRES
	LNCMP, CIRIMAT, CEMES, INTEL

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	Mars 2006

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Christophe Vieu (Professeur)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Cyril Tinguely (Doctorant)

Christophe Vieu

Emmanuel Flahaut

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Franck Carcenac (IR)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
Le projet a passé les premières étapes et validé le principe d’assemblage dirigé des Nanotubes de carbone. Le transfert de ces nanotubes depuis un timbre vers un substrat de silicium est en cours de développement. 



	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
Fabrication de moules en silicium par lithographie électronique ou optique

Gravure sèche de ces moules

Moulage de PDMS

Silanisation localisée de surfaces

Assemblage capillaire des nanotubes de carbone 

Réalisation d’électrodes de contact

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
L’étape cruciale de l’année qui vient sera le transfert des nanotubes de carbone depuis un timbre sur un substrat.. 
NANOFILS
	GROUPE
	NBS

	REFERENCE COMTEAM
	NBS-05-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Croissance de nanofils semiconducteurs et métalliques par CVD et dépôt électrolytique sur membranes poreuses en alumine pour l’étude du transfert thermique dans des structures de faible dimensionnalité en milieux sec et liquide. 

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	ANR PNANO NANOTHERMOFLUO

	PARTENAIRES
	ESPCI, ENSCP, ECP

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	Septembre 2006

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Christan Bergaud

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 

(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Emmanuel Scheid

Sabrina Habtoun (Doctorante)

Peter Löw (Doctorant)

Olesya Gerasimova (Post-doc)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Monique Dilhan (IR)

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :

Croissance de nanofils de silicium et de métal.
Procédé de fabrication des membranes d’alumine sur substrat en cours de validation (partenariat avec le groupe ISGE). Croissance segmentée avec plusieurs métaux.

Manipulations d’assemblage dirigé en bonne voie, l’adressage par lift-off d’électrodes doit être réalisé.




bioconcentraTion
	GROUPE
	NBS

	REFERENCE COMTEAM
	NBS-06-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Fabrication de matrices de bioconcentrateurs

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Ressources propres

	PARTENAIRES
	

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	Septembre 2006

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Liviu Nicu (CR)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	L. Tanguy

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Véronique Conédéra (IR)-Salvagnac (AI)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
Le projet avance selon le planning initial, sans incident ou retard.



	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
· Oxydations et/ou dépôts de couches minces de SiO2 (LTO, PECVD)
· Métallisations

· Micro usinage de surface et volume (RIE/DRIE et TMAH)

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
Pas de verrous identifiés à ce jour. 
bioplume
	GROUPE
	NBS

	REFERENCE COMTEAM
	NBS-07-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Fabrication de matrices de leviers avec détection piézo résistive intégrée obtenue par implantation de BF2 et Ge

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Europe NAPA

	PARTENAIRES
	

	DUREE ESTIMEE
	4 ans

	DEBUT
	Mars 2004

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Liviu Nicu (CR)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Daysuke Saya (CR)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Pascal Dubreuil (IE)

Laurent Mazenq (AI)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
contrairement à MEMSPIEZO, dans le cadre de ce projet il nous a fallu abandonner l’utilisation du kit anti-notching pour cause de génération de micromasquage et, par conséquent, de colonnes de silicium en face arrière des microleviers. Une expertise approfondie de la variabilité des résultats de ce kit sur les différents lots serait intéressante. 


	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
Ils restent 3  wafers à terminer (DRIE face-avant et face-arrière). 

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
On s’inquiète pour la technique qui permettra de remplacer le collage actuel des plaques avant DIRE (par PLP100). Cette résine est apparemment appelée à ne plus être utilisée, a-t-on prévu une solution de remplacement ? 
memspiezo
	GROUPE
	NBS

	REFERENCE COMTEAM
	NBS-08-06

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Fabrication de membranes silicium avec actionnement piézo-électrique/détection piézo-résistive

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	Projet DGA

	PARTENAIRES
	

	DUREE ESTIMEE
	3 ans

	DEBUT
	Septembre 2007

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Liviu Nicu (CR)

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	T. Alava (Doctorant)

C. Ayela (Doctorant)

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Pascal Dubreuil (IE)

Laurent Mazenq (AI)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
Optimisation de la gravure profonde du Si par DRIE par utilisation du kit anti-notching ; excellente collaboration avec les ingénieurs TEAM (L. Jalabert, D. Bourrier, P. Dubreuil). Un rapport a été établi décrivant cette optimisation.


	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
· Oxydations et dépôts de couches minces de SiNx, de SiO2 (LTO, PECVD)
· Préamorphisation Ge, implantation Bore

· Métallisations

· Micro usinage de surface et volume (RIE/DRIE et TMAH)

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
Pas de verrous identifiés (à part la même question concernant le collage PLP100 que dans la fiche « Bioplume »). 
PROCEDES NANO POUR LA FORMATION
	GROUPE
	NBS

	REFERENCE COMTEAM
	NBS-09-07

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Développer et proposer des procédés Nano pour la formation des chercheurs, ingénieurs, étudiants et lycéens

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	CNRS, C’Nano, ANR, NAPA Projet européen

	PARTENAIRES
	AIME, LPCNO, Lycée St Sernin

	DUREE ESTIMEE
	4 ans

	DEBUT
	Septembre 2006

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Christophe Vieu

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Christel Martin-Cerclier

Christophe Vieu

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Franck Carcenac (IR)


	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :
Le projet démarre, il soutient l’organisation de différentes écoles destinées à la formation ainsi que d’une video sur le Nanopatterning



	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
  - Micro contact printing de motifs nano et micrométriques 

  - lithographie électronique (pour moules nano) et photolithographie (pour moule micro) 

  - AFM

  - plasma (pour timbre, wafer, substrats…)

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
Aucun, la technologie a été validée, les procédés choisis sont robustes
NANOSYSTEMES A BASE DE MATERIAUX MOLECULAIRES
	GROUPE
	NBS

	REFERENCE COMTEAM
	NBS-10-07

	

	NATURE DU PROJET

	OBJECTIF SCIENTIFIQUE
	Nanostructuration de composés moléculaires à transition de spin

	ORIGINE (ANR, Europe, LAAS, ..)
	ANR Nanomol

	PARTENAIRES
	LCC

	DUREE ESTIMEE
	4 ans

	DEBUT
	Septembre 2006

	

	PERSONNELS

	PORTEUR DU PROJET
	Christophe Vieu

	CHERCHEURS IMPLIQUEES 
(Chercheur, Enseignant chercheur, Doctorant, Post Doc)
	Mouaziz Schaerazade

Gabor Molnar

Lionel Salmon

Christophe Vieu

	

	CORRESPONDANTS TEAM
	Franck Carcenac (IR)

Jean-Baptiste Doucet (AI)

	

	C.D.D. (ANR, stagiaires)
	

	

	BILAN SUCCINCT (si reconduction) :



	NATURE DES TRAVAUX 


DESCRIPTION DES OPERATIONS TECHNOLOGIQUES :
  - Micro contact printing de motifs nano et micrométriques 

Assemblage couche par couche des composés moléculaires

  - Réalisation de nano électrodes de connexion

  - lithographie électronique (pour moules nano) et photolithographie (pour moule micro) 

  - utilisation PMMA,  AZ 1529, 4562, 5214, résine négative : maN2403, SU

  - métallisation (pour lift off si besoin)

  - gravure sèche

  - plasma (pour timbre, wafer, substrats…)

- Intégration sur des microsystèmes (poutres, membranes) dans un deuxième temps

VERROUS TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES :
Aucun, la technologie a été validée lors d’un projet RTB
TABLEAU DES AFFECTATIONS

RELEVE DE CONCLUSION
Ce document n’est pas un descriptif exhaustif des discussions de la COMTEAM du 25 octobre 2007, mais un relevé des principales pistes de travail lancées.

Présents :

R. Chatila, J.L. Sanchez, M. Dilhan, E. Daran, AM. Gue, M. Brunet, J. Tasselli B. Rousset, P. Pons, T. Camps, G. Almuneau, H. Granier.

Excusé : 

E. Scheid

Présentation des affectations

La séance débute par la présentation des transparents joints à ce relevé. Le plan de la présentation à suivi 4 grands axes.

· Description de la procédure d’élaboration des affectations

· Analyse des affectations par personne du service TEAM

· Synthèse des éléments essentiels

· Analyse des questionnements issus de cette synthèse.

La mise en place d’une procédure modifiée pour le calcul de l’affectation s’est bien déroulée grâce à la collaboration de chacun des intervenants. L’effort demandé était important, il faut donc se féliciter qu’il ait été conduit de façon constructive. Des ajustements à la marge seront nécessaires lors de la prochaine COMTEAM.

Les points mis en avant lors des discussions sont les suivants :

Un outil performant :

Grâce au travail de fond et à l’investissement de très nombreuses personnes du laboratoire,  ainsi qu’au financement par le plan RTB, la région, le CNRS et sur les ressources propres du LAAS,  nous disposons maintenant d’un outil de niveau international. 

Cet outil nous permet de développer de nouvelles thématiques en interne. La contrepartie est l’ouverture plus importante que par le passé aux projets exogènes via le réseau RTB. Cette ouverture se fait à personnel technique constant, ce qui a des effets sur le soutien aux projets internes et externes. Néanmoins il faut garder à l’esprit que les difficultés que nous devons gérer viennent de la richesse de l’infrastructure, et qu’elles ne doivent pas nous faire perdre l’esprit d’équipe et le collectif qui ont toujours fait la force du LAAS.
Des contraintes fortes sur les personnels techniques

Le tableau des affectations indique clairement le niveau des contraintes sur les personnels techniques.

Cet aspect est renforcé par le fait que deux personnes sont des CDD avec des compétences particulières. Leur non intégration définitive ou renouvellement (en avril 2008 pour l’un et fin 2008 pour l’autre), apporterait un préjudice supplémentaire.

Un autre fait saillant est le départ d’un IR pour le LIMMS. 

Différentes pistes sont présentées dans les transparents pour pallier à ces situations. La direction du laboratoire pleinement consciente de ces aspects défend constamment nos demandes de postes pérennes. Tout un chacun étant au fait de la situation quand à ce type de recrutement.

Une piste à explorer est d’avoir une politique orientée vers les établissements universitaires puisque les laboratoires environnants utilisent la plateforme de façon récurrente. Le LAAS pourrait leur demander d’affecter des personnels en salle blanche pour le soutien à leurs projets. Cela dégagerait d’autant le personnel TEAM.

Une autre possibilité, à utiliser avec prudence, est la mutualisation sur l’ensemble des contrats du laboratoire, en particulier européens, qui permettent des recrutements plus larges. 

Une plus grande implication des chercheurs permanents en salle blanche permettrait également de dégager des ressources humaines. Notamment en allégeant tous les aspects qui concernent l’encadrement et le suivi au quotidien des non permanents. Même si les contraintes qui pèsent sur les personnels chercheurs sont tout aussi fortes que celles des ITA, il faut aller dans ce sens.

Le volume de projets

Le questionnement sur le volume total de projet porte sur deux aspects

Projets internes : 

Leur nombre est en constante croissance. Le rôle de la COMTEAM n’est pas de juger de leur pertinence scientifique. Le service à pour mission de soutenir tous les projets soumis ; mais la pénurie en personnel ne peut se traduire que par des retards. Une réflexion doit être menée sur le moyen de maitriser cette croissance continue du nombre de projets.

Projets exogènes (accueil RTB)

Le succès est au rendez-vous et la croissance là aussi continue. Nous sommes tenus à mener 15% de notre activité dans ce cadre. La question posée est de définir quel sont les critères qui permettent de définir ces 15%. Là aussi la réflexion doit être conduite.

Pour améliorer la visibilité des projets RTB lors de la prochaine COMTEAM, les projets de longue durée seront inclus dans le tableau des affectations, les projets courts seront regroupés sous un affichage commun.

L’élaboration des projets

Afin d’analyser le plus en amont possible les besoins en personnels et la nature des compétences à développer en salle blanche, il apparaît utile d’associer les personnels techniques à certaines phases de montage des projets. Leur apport se fera bien évidemment sur les aspects techniques, humains et financiers (afin notamment d’homogénéiser les demandes financières en support et fonctionnement). Il permettra également d’optimiser l’adéquation entre le projet technologique et sa faisabilité.

Au quotidien

Gestion des surcharges ponctuelles

Il apparaît souhaitable que l’on énonce les critères qui permettent de gérer au quotidien les priorités entre demandeurs. Il s’agit là des rares cas dans l’année ou une zone reçoit des demandes simultanées à traiter en urgence. Cette situation est source de tensions. Le volume de travail recensé laisse à penser que cela se produira plus souvent à l’avenir. La diffusion de critères connus de tous permettra de désamorcer ces situations.

Activités de développement, capitalisation et valorisation

Ces aspects sont trop souvent négligés dans les activités : développement de nouveaux procédés transverses à de nombreux projets, capitalisation et valorisation des savoir faire. Ceci faute de temps, et afin de ne pas pénaliser les projets en cours. Ce mode de fonctionnement est dangereux pour l’avenir. Il faut afficher ces actions comme prioritaires et définir un volume acceptable de l’activité qui leur est dévolu.

Une réflexion est à mener pour améliorer la mise en commun de l’ensemble des savoir-faire, afin de mieux assurer la capitalisation, la pérennité, et la valorisation des procédés. Quelques pistes ont été évoquées :

· Réalisation de rapports technologiques écrits (en diffusion restreinte pour des aspects de confidentialité)

· Base de données sur les procédés et filières

· Groupes de travail sur des filières ou des technologies transverses

· Présentations orales des nouveaux procédés et équipements

Politique de stocks

La conduite d’une politique de gestion de stocks de pièces détachées pour la maintenance, sera source d’une plus grande disponibilité des équipements. Néanmoins cette politique à un impact financier pour sa mise en œuvre. Elle doit donc être validée au préalable quand à ses contours.
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Étape 1 : préparation du substrat avec des plots

Étape 2 : Alignement du masque à sérigraphier.

Étape 3 : Remplissage de pâte à braser.

   

Étape 4 : Chauffage et démoulage à chaud 
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